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牌照预估今年发放
#

#$#$

年将正式商用

!

月
"#

日!据国内媒体报道!工信部部长苗圩在博鳌亚洲论坛上表示"将根

据终端成熟情况在今年适时发放
$%

牌照!

$%

大规模商用还需要给有实力的企

业一点时间!在全国范围内把
$%

网络的基站先建立起来!为大规模的商用提供

基础条件#

$

$%

应用
"&'

将用于人和人之间通讯!

#&'

可能用于物与物之间通讯!也

就是移动物联网领域#%工业和信息化部部长苗圩在博鳌论坛上表示!现在探索

的
()

&

*)

中有很多虚拟的场景是需要
$%

来进行传输的!包括
+,

高清影像传

播等#

在苗圩看来!

$%

应用方面最广泛的就是移动状态的物联网!最大的市场可

能就是车联网#$人和车!车和车!车和路之间的通讯!数据传输量比人和人之

间的传输量要大很多#所以!以无人驾驶汽车为代表的
$%

应用!可能是最早实

现的应用#目前全球都在为之努力#%除此之外!移动方式除了车之外!还有无

人机&飞机&火车等领域#

$我和交通运输部部长达成了重要共识!中国的公路要加快智能化数字化

的改造!把道路的标识&红绿灯&管理规则!都通过智能化改造固化下来#%苗圩

表示!有一个大体规划后!更多的应用还是要靠
$%

网络搭建起来以后!和各行

各业相互之间的融合渗透#

去年
-"

月初!工业和信息化部向三大基础电信运营企业正式颁发了全国范

围的
$%

系统中低频段试验频率使用许可!

$%

试验正在规模化展开#提到
$%

牌照的问题!苗圩表示!还是要根据终端成熟的情况来适时发放
$%

牌照#$有

可能在今年某个时点上发放
$%

的牌照!网络的不断完善是大规模商用的前提!

所以还要给一点时间#在全国范围内把
$%

的基站先建立起来!为大规模商用

提供一个基础和条件#%

按照工信部给出的时间表!

"&-.

年将进入
$%

预商用阶段!

"&"&

年将正式

商用#中国移动已经提交了
$%

商用牌照申请!正等待主管部门审核#一般运

营商提交申请之后!监管部门统筹!再决定何时发放商用牌照#

值得一提的是!广电系统有望获得国内第四张
$%

牌照#近日!有消息称!

其已获得国家层面的参与
$%

建设的承诺!国网公司正在申请移动通信资质和

$%

牌照#

-
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国内外半导体技术与器件

%&'()

*

携最新
+,-./0

!

12

!无源器件和

二极管技术亮相
34/2#$56

"&-.

年
!

月
-"

日!

(/012

3

4567867915:;:

<3

!

459

宣布!将在
!

月
-=

日
>"-

日于加利福尼亚州阿纳海姆'

*5217/?

!

@2;/A:85/2

(举行的
"&-.

年国际应用电力

电子展会'

*BC@

(上展示其强大产品阵容#

(/012

3

将展示适用于广泛应用领域

的最新业内领先功率
4@

&无源器件&二极管和
DEFGCH

技术#

在
*BC@"&-.

上展示的
(/012

3

F/;/9:5/I

电源
4@

包括
F/@.II?/98:J)4@

K

,E

系列高效率
L@

)

L@

升压稳压器#这款业内占位面积最小的器件采用集成

磁芯!结合可靠设计与易用性为通信&工业和服务器应用提供高性价比解决方

案#同时!展示
#&*F/@#II()B:M78

!

智能功率级#利用
(/012

3

最新
"$(

和
!&(687591DEFGCH

!器件峰值效率达
.$'

!精度高达
N!'

#

展出的
(/012

3

F/;/9:5/I

功率
DEFGCH

采用各种先进封装!显著提升电源

效率和功率密度#器件展品包括第四代
O&&(C

系列功率
DEFGCH

!该系列器

件极低的导通阻抗从
"!?

"

到
-+$&?

"

!用于功率因数校正'

BG@

(和硬开关

L@

)

L@

转换器拓扑!可实现业内最优品质因素
GED

'即栅级电荷与导通电阻乘

积(#在工业电机驱动控制&小型太阳能逆变器和可穿戴设备方面!展出的低压

H87591GCH

!

第四代器件导通电阻低至
&P$#?

"

!具有业内最低
QEFF

与导通

电阻乘积
GED

#

展出的
(/012

3

F7?/9:5RS96:80

二极管包括用于
BG@

和输出整流级的新型

G)CLB6

!

第五代
-"&&( T

3U

78A206

和
V;682A206

整流器#

!&*

和
O&*

整流

器导通和开关损耗在同类器件中达到最佳水平!效率相比硅片产品提高
-$'

#

同时还将展出采用
F;/?LB*,

'

HEK"$"*C

(封装的
HDJF

!

器件!具有
CFL

功

能&采用超薄
FDB*

'

LEK""-J@

(封装的标准恢复整流器!额定电流达
"*

&采用

D/98:FDB

'

LEK"-.*L

(封装的
G)CLB6

!

超快恢复整流器#模块展品包括

FEHK""=

封装
O$&(

超快恢复单相整流桥和
-"&&(

标准双模器件!四种可选

封装&通过
*C@KQ-&-

认证的高压晶闸管和二极管#

无源元件展品包括各种
(/012

3

电容器&电阻器和电感器#

(/012

3

J@9:?

K

U

:57560

将展示新款微型牛角式和螺丝接头铝电容器!以及
W-

&

W"

和
X"CD4

静噪薄膜电容器!这些器件均通过
4C@O&!#+K-+

"

"&-!

)

*DL-

"

"&-O444J

级认

证!此外!还将展示满足双
#$

!

-&&&

小时测试要求的陶瓷安规电容器!

CYX@*

K

"



BE

电双层储能电容器#陶瓷盘式电容器展品包括额定电压
$&Z(L@

'

!+

Z()DF

(新型
(/012

3

@782

K

D/67

螺丝固定电容器!以及额定电压
-$Z(

!业内
"

5G

高容量小型径向引线
(/012

3

):7R78067/5

电容器#

(/012

3

):7R78067/5

还将

展出
*@

滤波和
L@K[/5Z

金属化聚丙烯膜电容器#运输&工业和替代能源应用

方面!

(/012

3

CFH*

将展示水冷式感应加热电容器&电力电子器件&三相组件和

采用
CFH*0

U

8/5

<

!业内首款杠杆操作弹簧接头连接的
[(*@

功率电容器#

电阻器展品包括新型
(/012

3

J@9:?

U

:57560(L)

金属氧化物压敏电阻

'

DE(

(!工作温度达
\-"$]@

!抗浪涌电流能力达
-!Z*

#厚膜器件包括

(/012

3

H7915:

高压和中压片式电阻分压器&防脉冲
(/012

3

L82;:8/9

电阻器&通

过
*C@KQ"&&

认证的
(/012

3

FA785/97

器件&

(/012

3

D@J

功率电阻器和
(/012

3

L2;7

氮化铝器件#薄膜电阻器包括
(/012

3

L2;7

大功率片式电阻!以及
(/012

3

J7

3

091;2

<

)

L82;:8/9

通过
*C@KQ"&&

认证的片式和
DC[G

电阻#此外!

(/012

3

L82;:8/9

将展示可熔断绕线安规电阻及小型铝壳电阻!同时
(/012

3

D/;M2SZ77

展

示动态制动和中性点接地电阻!

(/012

3

D@J

展示功率达
.&&&^

的水冷电阻#

(/012

3

J@9:?

U

:57560

将展出用于温度检测&通过
*C@KQ"&&

认证的
YH@

接线片

传感器和热敏电阻裸片!以及用于能量甩负荷的
BH@C[

电源浪涌限流器#

(/012

3

L2;7

超薄&大电流电感器产品线展品包括工作温度达
\-#&]@

!九

种外形尺寸和
-#

种不同高度的汽车级
4T[B

!

系列电感器*带有集成式电场遮

罩!能够减小
CD4

的
4T[C

系列电感器*以及采用铁粉芯技术!具有稳定饱和性

能的
4TLD

系列功率电感器#展示的
(/012

3

@S06:? D2

<

576/90

解决方案包括

平面封装新款小型栅级驱动变压器!总线驱动电压达
-"&&(

!以及高功率密度&

封装高度仅为
-OP$??

的混合式平面变压器#

(/012

3

还将在展台上提供多种产品演示!包括
(/012

3

H7915:@LDD

厚膜

表面贴装片式电阻分压器*

(/012

3

J7

3

091;2

<

DC[G

电阻器*

(/012

3

L2;7)@B

厚膜和
B@*Y

薄膜大功率&表面贴装片式电阻器*

(/012

3

J@9:?

U

:57560-.O

T(@CYX@*BE

混合储能电容器*

(/012

3

L2;74T[C

电感器*

(/012

3

@S06:?

D2

<

576/90HB[

系列混合平面变压器*以及
(/012

3

F/;/9:5/I?/98:JV@,

!

和

?/98:J)4@,E

功率
4@

#

*BC@

是应用电力电子领域的重要活动!重点展示电力电子企业产品的实

际应用#

全球首个全垂直结构
-&

基
")7

功率
+,-./0

一!背景介绍

目前产业界已经生产出高性能水平结构的
%2Y

电力电子器件!但该类型器

!



件的主要缺陷在于耐压的提高正比于栅极到漏极的距离!因而在高压工作情况

下需要更大的器件面积#此外!器件耐压水平的提高还取决于缓冲层的厚度和

质量#最后!水平结构器件还受到器件表面陷阱态和聚集的高电场的严重影

响!导致电流崩塌和其他可靠性问题#

与之相比!对垂直结构器件而言则不存在上述问题!因为电场强度的峰值

远离器件表面!并且耐压水平取决于漂移层厚度!与器件面积无关#目前!实验

室已经报道了基于
%2Y

同质衬底的垂直结构电力电子晶体管器件#然而!由于

%2Y

衬底尺寸较小!价格过于昂贵!阻碍了
%2Y

同质衬底器件的产业化生产#

在此背景下!在大尺寸
F/

衬底上异质外延
%2Y

材料将充分利用
F/

衬底大尺寸&

低成本和制造工艺成熟的优势#

近年来!高压
F/

基
%2Y

准垂直结构的晶体管也已经被报道!但其性能严重

受限于底部
5

K

%2Y

层中的电流聚集!导致比导通电阻显著增加#尽管可以通过

增加掺杂浓度和底部
5

K

%2Y

材料厚度的方法来改善比导通电阻!但这将限制漂

移层的厚度!进而限制器件的耐压水平#此外!准垂直结构的器件也存在较大

的器件面积!因为所有的电极仍然制作在器件的上表面#

这些挑战都可以被全垂直结构的器件设计解决!因为电流的垂直特性使得

器件不受电流聚集的影响!从而可以提供大电流!并显著降低比导通电阻#此

外!全垂直结构的器件设计可以使得同一片晶片上制作出更多的器件!因为晶

体管的漏极被制作在晶圆的背部!降低了单个器件的面积#

二!全垂直结构
-&

基
")7

功率
+,-./0

性能

"&-.

年
-

月!瑞士洛桑联邦理工学院'

CBG[

(的科研人员报道了全球首个

全垂直结构
F/

基
%2Y

功率
DEFGCH

!正向电流密度达到
-POZ*

)

9?

"

!比导通

电阻为
$?

"

+

9?

"

!耐压为
$"&(

#

三!器件制作过程

该器件是制作在
O

英寸
F/

衬底上生长的
OPO

#

?

厚
5

K

U

K

/

K

5%2Y

外延结构

上#首先是刻蚀
-P"=

#

?

深的栅极沟槽!为了对比!采用
Y/

和
F/E

"

两种硬掩膜

版#刻蚀完成后!将晶圆浸泡于纯度为
"$'

&温度为
#$_

的四甲基氢氧化铵

'

HD*T

(溶液中长达
-

小时的时间!用于平滑刻蚀表面!修复刻蚀损伤#通过

选区刻蚀
F/

衬底和缓冲层!然后采用共形沉积方法在背面电镀
!$

#

?

厚铜'

@S

(

金属材料作为支撑材料和电极#然后在
=$&_

氮气环境下快速退火
"&

分钟!激

活掩埋的
U

K

%2Y

材料#器件之间通过
-P!$

#

?

深的
@;"

基台面刻蚀来隔离#用

原子层沉积'

*[L

(方法沉积
-&&5?

厚的
F/E"

作为栅极氧化层!在源极位置刻

蚀掉该氧化层!沉积
@8

)

*S

'

$&

)

"$&5?

(作为源极和栅极金属#

接下来是背面加工工艺#首先将
F/

衬底的厚度从
-&&&

#

?

减薄到
$&&

#

?

!

+



然后将晶圆用蜡固定到
F/

片上便于背面加工!通过选区刻蚀的方式去除掉背面

的
F/

衬底和
%2Y

缓冲层#通过电子书蒸发的方式沉积
@8

)

*S

'

$&

)

"$&5?

(金

属作为漏极欧姆接触的金属电极!并电镀
!$

#

?

后的
@S

金属用于支撑
%2Y

薄

膜材料#最后将晶圆浸泡在高温丙酮中使得晶圆脱离支撑的
F/

片#

8&99:;<=':

将于
#$56

年
34/2

大会上推出
>!$%

碳化硅肖特基

二极管该二极管提供新的封装尺寸以及
>3

至
?$3

的额定电流

[/667;AS07

!

459P

近日宣布推出两款二极管!进一步扩大了其二代
O$&(

&符

合
*C@KQ-&-

标准的碳化硅肖特基二极管系列#相比传统的硅基器件!两个系

列均为电力电子系统设计人员提供多种优势!包括可忽略不计的反向恢复电

流&高浪涌保护能力以及
-=$]@

最高运行结温!因此是需要增强效率&可靠性与

热管理的应用的理想选择#这些产品将在加州安海姆举办的应用电力电子会议

'

*BC@"&-.

(上亮相#

[F4@"FL&O$LII*

系列碳化硅肖特基二极管可提供
O*

&

-&*

或
-O*

额定

电流!采用
HE"O!K"[

封装*

[F4@"FL&O$CII@@*

系列碳化硅肖特基二极管可

提供
-"*

&

-O*

&

"&*

或
+&*

额定电流!采用
HEK"+=K![

封装#

这些碳化硅肖特基二极管相比标准的硅双极功率二极管耗散的能量更少!

并可在更高的结温下工作#相比这些解决方案!其需要的散热片和系统占用的

空间均较小#这些优势可为最终用户带来更加紧凑&能效更高的系统以及可能

更低的总体拥有成本等优势#

新款
O$&(

碳化硅肖特基二极管的典型应用包括"

电动汽车'

C(

(充电站

直流
K

直流转换器的降压)升压阶段

逆变器级的续流二极管

高频输出整流

功率因数校正'

BG@

(

$快速发展的
O$&(

碳化硅肖特基二极管系列新推出的这些产品可提供更

广泛的电流额定值和封装设计选择!适合更广泛的应用#%

[/667;AS07

碳化硅产品

营销经理
@18/06:

U

17 2̂8/5

表示#$这些新款碳化硅肖特基二极管带来了各种

设计优化机会!包括提高功率密度&提高效率并降低材料成本#%

新款
O$&(

碳化硅肖特基二极管具有以下关键优势"

可提供
HE"O!K"[

和
HEK"+=K![

封装以提高设计灵活性#

$



符合
*C@KQ-&-

标准的二极管在要求严苛的应用中展现出卓越的性能#

适合高频电源切换#

操作安全&易于并联!可降低对相反开关的应力#

-=$]@

的最高工作结温可实现更大的设计余量以及更为宽松的热管理要求#

供货情况

[F4@"FL&O$LII*

系列碳化硅肖特基二极管可提供
HEK"O!K"[

封装!

[F4@"FL&O$CII@@*

系列碳化硅肖特基二极管可提供
HEK"+=K![

封装#

三菱电机全新发布
5#$$%

碳化硅肖特基二极管

近日!三菱电机株式会社发布了
-"&&(

碳化硅肖特基二极管产品!该产品

有利于降低太阳能发电系统&

C(

充电器等系统的损耗和体积#预计将于
"&-.

年
O

月提供样品!

"&"&

年
-

月开始发售#

本产品将在 $

HC@TYEKG)EYH4C)"&-.KDEHE)HC@T̀ *B*YK

%'

+

月
-=

日
$

-.

日于日本幕张举行(!$

B@4DCS8:

U

7"&-.

展%'

$

月
=

$

.

日于德国

纽伦堡举行(!$

B@4D *0/2"&-.

展%'

O

月
"O

$

"#

日在中国上海举行(上展出#

新产品特点

-P

通过采用碳化硅!有利于降低系统损耗和体积

$

通过使用碳化硅大幅降低开关损耗!降低约
"-'

的电力损耗%

!

$

实现高速开关!有利于缩小电抗器等配套零部件的体积

"P

通过采用
J̀F

结构!提高可靠性

$

采用
U

5

结与肖特基结相结合的
J̀F

%

+结构

$

通过
J̀F

结构提高浪涌电流耐量!从而提高可靠性

!P

由
$

个产品构成的产品阵容可对应各种各样的用途

$

除了通常的
HEK"+=

封装外!还采用了扩大绝缘距离的
HEK"+=K"

封装

$

除民用品外还可对应工业等各种各样的用途

产品阵容中还包括符合
*C@KQ-&-

%

$的产品'

JL"&-"&F̀

(!也可对应车载

用途

安森美半导体推出新的工业级和符合车规的
-&2+,-./0

补足成长的生态系统并为迅速增长的应用带来

宽禁带性能的优势

"&-.

年
!

月
-.

日!推动高能效创新的安森美半导体
F7?/9:5RS96:8

!推出

O



了两款新的碳化硅
DEFGCH

#工业级
YHT[&#&Y-"&F@-

和符合
*C@KQ-&-

的汽车级
Y(T[&#&Y-"&F@-

把宽禁带技术的使能&广泛性能优势带到重要的

高增长终端应用领域如汽车
L@KL@

&电动汽车车载充电机&太阳能&不间断电源

及服务器电源#

这标志着安森美半导体壮大其全面且不断成长的
F/@

生态系统!包括
F/@

二极管和
F/@

驱动器等互补器件!以及重要设计资源如器件仿真工具&

FB4@C

模

型和应用信息!以帮助设计和系统工程师应对高频电路的开发挑战#

安森美半导体的
-"&&(

&

#&?

"

&

F/@ DEFGCH

是强固的!符合现代高频设

计的需求#它们结合高功率密度及高能效的工作优势!由于器件的更小占位!

可显著降低运行成本和整体系统尺寸#这些特性使需要的热管理更少!进一步

减少物料单'

J:D

(成本&尺寸和重量#

新器件的关键特性和相关设计优势包括领先同类的低漏电流&具低反向恢

复电荷的快速本征二极管!从而大大降低功耗!支持更高频率工作和更高功率

密度!低导通损耗'

C:5

(及关断损耗'

C:AA

()快速导通及关断结合低正向电压

降低总功耗!因此减少散热要求#低电容支持以很高频率开关的能力!减少恼

人的电磁干扰'

CD4

(问题*同时!更高浪涌&雪崩能力和强固的短路保护增强整

体强固性!提高可靠性和延长总预期使用寿命#

安森美半导体新的
F/@DEFGCH

另一独特的优势是具有专利的终端结构!

增加了可靠性和强固性!并增强了工作稳定性#

Y(T[&#&Y-"&F@-

设计用于

承受高浪涌电流!并提供高的雪崩能力和强固的短路保护#符合
*C@KQ-&-

的

DEFGCH

及其它
F/@

器件!确保可充分用于因日增的电子含量和电动动力总成

而兴起的越来越多的车载应用#

-=$_

的最高工作温度适合汽车设计!以及高

密度和空间限制推高典型环境温度的其他目标应用#

安森美半导体电源方案部功率
DEFGCH

分部副总裁兼总经理
%28

3

F682

K

Z78

就新的
F/@DEFGCH

的推出和公司宽禁带生态系统的总体增强说"$最重

要的应用和当前的大趋势越来越要求超越常规硅器件的全方面性能#安森美

半导体全面的
F/@

产品阵容因这两款新
DEFGCH

的推出而增强!并由含一系

列工具和资源的生态系统支持!说明我们不仅可提供完整的宽禁带器件方案!

还可引导工程师通过开发和导入设计流程实现预期功能的&具性价比&高可靠

性及长使用寿命的方案#%

安森美半导体现在美国加利福尼亚州阿纳海姆举行的
*BC@

展示
F/@

器

件和方案!并计划在
"&-.

年推出更多的宽禁带器件#

=



@&AB:'

公司的双极晶体管采用
CDCEEFCDCEE

封装并提供更高的功率密度

L/:R70

公司为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商!

产品涵盖广泛领域!包括独立&逻辑&模拟及混合讯号半导体市场#公司推出

YBY

与
BYB

功率双极晶体管!采用小尺寸封装 '

!P!??a!P!??

(!可为需要

高达
-&&(

与
!*

的应用提供更高的功率密度#新款
YBY

与
BYB

晶体管的尺

寸较小!可在闸极驱动功率
DEFGCH

与
4%JH

&线性
L@>L@

降压稳压器&

BYB[LE

及负载开关电路!提供更高的功率密度设计#

LWHY&=IIIIG%

'

YBY

(与
LWHB&=IIIIG%

'

BYB

(系列以工业级消费

性市场为目标!范围涵盖
"$(

至
-&&((@CE

*同时具备
"̂

总功率消耗及最

高
\-=$]@

额定作业温度#新款晶体管外壳采用小型
B:M78L4

!

!!!!

表面黏

着封装!尺寸仅
!P!??a!P!??a&P#??

!占用
B@J

的空间比传统
FEH""!

少
=&'

!以散热效率更高的封装提供类似的功率消耗#

B:M78L4!!!!

封装具有可润湿侧翼 '

M7662b;7A;25Z

(!可提高
B@J

传输速

率!促进焊接点的高速自动光学检查 '

*E4

(!因此无需使用
W

光检查#

全系列
LWHY&=IIIIG%

与
LWHB&=IIIIG%

装置将于
"&-.

年第
-

季底

通过汽车认证后!开始供应样品#

3E

G

;:AH

推出
65!+IJ

高效
K!$L

射频功率晶体管

可实现更紧凑的功率放大器设计

埃赋隆半导体'

*?

U

;7:5

(近日宣布推出一款高效率
=$&̂

射频功率晶体管

J[G&.-&T.[F=$&B

#它在
.-$DTc

时效率为
="P$'

!为同类最佳!其坚固耐用

型设计也使其成为了工业和专业射频能源应用的理想选择#

该器件的工作频率范围为
.&"DTc

至
."#DTc

!适用于工业&科学和医疗

系统!以及专业烹饪应用#

该器件的高效率特性!可最大限度地减少其提供给定输出功率所用的能

量!从而降低运营成本!并可减少散热!实现更简单&更低成本的冷却解决方案

和更紧凑的系统!从而降低制造成本#

J[G&.-&T.[F=$&B

的坚固耐用型设计!使该器件在所有相位上所能承受

的负载失配相当于
-&

"

-

的
(F̂ )

'电压驻波比(#这使用户能够简化其系统设

计!并采用不太高级的电路保护机制!从而减少最终产品的物料清单!进而提高

#



整体制造产量#

该器件的预匹配输入使其集成到最终应用中更加容易#其宽带功能也可

实现更好的控制以及工作灵活性#

J[G&.-&T.[F=$&B

采用埃赋隆的
%75.T($&(

工艺制造,,,这种工艺

现已非常成熟!可确保高水平的产品一致性!再加上全面的应用支持!将有助于

终端设备制造商更快地将产品推向市场#

J[G&.-&T.[F=$&B

现已上市!可从埃赋隆及包括得捷电子'

L/

<

/Z7

3

(和

)GD^

在内的分销商处进行购买#

-01I

系列
1"M0

在软开关电路实现最佳导通和开关性能

意法半导体的
FH%^*+&4TO$LG

和
FH%^*$&4TO$LGO$&(FHBE^

K

C)

HD

4%JH

两款产品能够在软开关电路中实现最佳的导通和开关性能!提高谐

振转换器在
-OZTc

K

O&ZTc

开关频率范围内的能效#

新
4T

系列器件属于意法半导体针对软开关应用专门优化的沟栅式场截止

'

HGF

(

4%JH

产品家族!适用于电磁炉等家电以及软开关应用的半桥电路!现在

产品设计人员可以选用这些
4%JH

!来达到更高的能效等级#除新的
4T

系列

外!意法半导体的软开关用沟栅式场截止'

HGF

(

4%JH

系列产品还包括用于电

源&焊机和太阳能转换器的
TJ

和
TJ"

系列#

FH%^*+&4TO$LG

和
FH%^*$&4TO$LG

的额定电流分别为
+&*

和
$&*

!

适用于最高功率
+Ẑ

的应用#

-P$(

低饱和电压'

(@C

'

026

(('标称电流时的典

型值(和内部低压降续流二极管!让这些先进的
4%JH

兼备出色的导通性能和仅

&P-.?̀

的低关断损耗'

+&*

的
FH%^*+&4TO$LG

的典型值(#

4T

系列
4%JH

的最高结温为
-=$]@

!低热阻!

(@C

'

026

(正温度系数!可靠性

更高#

现在
FH%^*+&4TO$LG

和
FH%^*$&4TO$LG4%JH

采用
HEK"+=

长引线

功率封装#意法半导体将在近期推出采用
HEK"+=

长引线封装和
HEK""&

封装

的
"&*

和
!&*

产品#

")7-

*

'9:E

宣布推出
5NL

以内消费级氮化镓电源

日前!

%2YF

3

067?

宣布推出
%FK&O$

低电流'

!P$*K--*

(晶体管产品线#

该产品套件专为低于
-Ẑ

的电源应用而开发!适用于消费级电源产品!如用于

.



游戏和工作站笔记本电脑的
*@

适配器!电视电源!

[CL

照明!无线电源系统和

家用电机驱动器#

这种新的晶体管利用了
%2YF

3

067?

在
O$&(

增强型
%2Y TCDH

中的领

先技术!这些器件采用成本低廉的
BLGY

封装!占地面积仅为
$P&aOP&??

#

具体器件额定值为
!P$*

&

#*

和
--*

!

)LF

'

:5

(范围为
$&&?

"

至
-$&?

"

#设计

优势包括低电感!

$aO

占位面积以及
B/5

K

B/5

兼容的引脚封装#

%2YF

3

067?0

提供一系列分立器件!以最大限度地提高设计自由度!适应

不同的功率水平!并允许电源系统工程师维护设计控制和更改参数!以满足

CD4

辐射等特定要求#

%2YF

3

067?

也针对这些器件推出了
CdL8/e7

评估套件!该电路演示了一

种无需离散驱动器的电路设计#可实现低成本解决方案!提供更多的设计灵活

性!减少元件数量!并且易于实现!同时提供
%2Y

的许多优点#它适用于许多功

率级!开关频率和
[[@

)

BG@

控制器#

%2Y

功率晶体管可实现改进的新系统设计!适用于更时尚!更轻便的电子

设备!更快速的充电系统等#例如!使用
%2Y

晶体管可以让
*@

适配器缩小到

-

)

$

尺寸!也可以让无线能量传输的发射功率提高
$&

倍#

又一中国芯片巨头诞生"推出
!"KHE

芯片组

最近!中国的紫光展锐在国际通讯大会上发布了首款
$%

芯片组!被命名为

了春藤
$-&

#这不仅是国内公司继华为以后第二个拥有独立研发设计
$%

芯片

的能力的公司!也成为了国内又一个芯片巨头#

相比之下!紫光展锐在
$%

芯片研发进程已经走在了苹果和联发科的前面#

从联发科的情况来看*联发科在
$%

芯片上的脚步已经落后于华为和高通了#

而且与华为和高通相比!联发科的芯片类型有些特殊!芯片已经达到了
=5?

工

艺级别!如果想要实现从
+%

向
$%

的国度!就需要为芯片开发出可以外挂的
$%

网络调制解调器#在芯片方面!联发科已经完成了!但是在调制解调器方面!联

发科最快也要在今年下半年才能发布#因此!紫光展锐已经算是比联发科领先

了#从苹果的角度来看*在芯片设计方面!苹果的理念与联发科类似!但对调制

解调器的设计方面!苹果只能完成芯片的设计!如果要突破!除非通过公司合

作!或者自己开发!但无论是从时间成本还是从研发成本来说!自研对苹果来说

都不合算!而且还有可能让苹果的
$%

手机的发布晚于众多的国产手机品牌#

相比之下!紫光展锐也走在了苹果的前面#

因此!这个国产芯片巨头的诞生!极有可能会改变现在国产手机严重依赖

&-



于高通的行业现状!当然!对台积电来说!就意味着又增加了一个新对手#未来

的市场竞争力会越来越大#如果苹果也实现了
$%

芯片的自研!最受伤的其实

还是高通#不过对国产手机厂商来说!国产芯片巨头的诞生!绝对是好消息#

中国电科成功制备
?

英寸氧化镓单晶

近日!中国电科
+O

所经过多年氧化镓晶体生长技术探索!通过改进热场结

构&优化生长气氛和晶体生长工艺!有效解决了晶体生长过程中原料分解&多晶

形成&晶体开裂等问题!采用导模法成功制备出高质量的
+

英寸氧化镓单晶#

氧化镓是一种新型超宽禁带半导体材料!适用于制造高电流密度的功率器

件&紫外探测器&发光二极管等#但由于氧化镓属于单斜晶系!具有高熔点&高

温分解以及易开裂的特性!因此!大尺寸氧化镓单晶制备极为困难#中国电科

+O

所制备的氧化镓单晶的宽度接近
-&&??

!总长度达到
"$&??

!可加工出
+

英

寸晶圆&

!

英寸晶圆和
"

英寸晶圆#经测试!晶体具有很好的结晶质量!将为国

内相关器件的研制提供有力支撑#

南京紫金山实验室获关键突破
!"

毫米波芯片成本大幅下降

去年
#

月!网络通信与安全紫金山实验室在江苏南京揭牌!拟以国家实验室

为标准!建设国际一流水平的研发机构和国家级创新基地#

$实验室瞄准重大的科学技术问题&产业发展重大的瓶颈问题!攻关普通企

业&普通研究单位&普通高校难以完成的一些重大任务#既要-顶天.!又要-立

地.#这是国家实验室最重要的考核标准!也是我们对自己的要求#%紫金山实

验室主任刘韵洁院士介绍!实验室初期建设以东南大学&江苏省未来网络创新

研究院和解放军战略支援部队信息工程大学团队为核心!充分发挥南京在未来

网络试验设施建设&

$%

技术研究和毫米波核心器件研制等方面$独一无二%的基

础技术优势#

网络通信与安全紫金山实验室位于江宁无线谷!已经投用的
"

万平方米的

载体里!建设了紫金山实验室展示厅&全球开放的拟态防御示范网等技术和展

示平台#

实验室科研部负责人介绍!目前实验室已经组建三大任务团队开展科研攻

关!涉及未来网络&普适通信和内生安全三个领域#其中!

$%

移动通信核心的毫

米波芯片已经研制成功#该款芯片整体性能达到国际先进水平!预期成本将由

--



目前市场上的
-&&&

元降至
"&

元#芯片还将进一步封装集成世界上规模最大的

毫米波天线阵列!预期将商用于
$%

移动通信系统!解决我国毫米波芯片进口限

制问题#

在对
$%

移动通信技术研发的同时!面向
O%

发展需求的基础理论和核心技

术也正在同步突破中!预期将形成一批具有原创性的
O%

基础技术#其中!与

O%

相关的太赫兹无源元件及天线已经成功研制#

自实验室组建以来!以刘韵洁院士&尤肖虎教授&邬江兴院士为核心!已集

聚研发人员
!&&

余人!其中两院院士&长江学者等高端人才
!&

余人!分为三大任

务团队!紧锣密鼓地进行研发攻关#

台积电
>HE

工艺将推出"与
!HE

组成苹果
35?

双保险

台积电近日宣布!新的
O5?

工艺将对现有的
=5?

技术进行重大改进!同样

拥有极紫外光刻'

CV(

(工艺!可以快速过渡并快速投产#

CV(

是一种用于芯片生产的技术!目前正处于
=5?\

工艺的试验阶段#

O5?

工艺预计将在
"&"&

年第一季度进入风险生产阶段!这为其应用于未来的

*

系列芯片提供了机会#早前媒体报道称显示!台积电将在今年第二季度末开

始
=5?CV(

工艺量产!其中麒麟
.#$

以及苹果
*-!

处理器将会首先采用
=5?

CV(

工艺#

而
O5?CV(

工艺主要为
"&"&

年的
*-+

等芯片做好准备#同时!台积电也

$5?

制程已经完成研发!据悉!

O5?

和
$5?

都有可能应用于苹果
"&"&

年

/B1:57

的
*-+

系列芯片中!主要看哪一个方案更优#

台积电的制程工艺命名比较有意思!

O5?

工艺'

YO

(听上去好像比
=5?

先

进了一代!不过它实际上是基于现有的
=5?

工艺改进的!有点类似
-O5?

到

-"5?

工艺的改进!台积电表示他们利用了
=5?

到
=5?CV(

工艺的经验及技

术!使得
YO

工艺的逻辑密度提升了
-#'

!设计方法与
=5?

工艺完全兼容!所以

可以快速过渡到
YO

工艺上的!上市时间更快#

与
=5?

工艺相比!

O5?

工艺主要提升了
-#'

的逻辑密度!也就是说单位面

积上的晶体管数量更多!或者说同样的晶体管数量下核心面积会更小!因此

O5?

工艺具备更好的成本优势!同时性能&功耗优势与
=5?

工艺保持相同#

台积电预计在
"&"&

年
Q-

季度试产
O5?

工艺!主要针对中高端移动芯片&

*4

&

$%

&消费级产品&

%BV

等等#

在台积电宣布
O5?

工艺的同一天!三星也发布新闻稿宣布!完成极紫外光

刻'

CV(

(技术的
$5?

制程研发!相较于
=5?

制程!面积缩小
"$'

&耗电减少

"-



"&'

&性能提升
-&'

!

$5?

制程还能使用
=5?

设计
4B

!借此帮助客户减少
$5?

设计费用#

台媒报道指出!台积电早于三星宣布完成
$5?

制程研发!预计在今年第
"

季进行试产!而三星急起直追!根据目前全球晶圆代工市占率!三星第
-

季已经

提升至
-.P-'

!但与台积电的
+#P-'

相比仍被甩在身后!三星能否在先进制程

竞争中返回一局!还得看质量如何#已经领跑的台积电则卡在三星
$5?

之后迅

速推出可以更快投入市场的
=5?CV(

加强升级版,,,

O5?CV(

工艺!无疑是

打算跟三星竞争到底了#

O.")7

需求飙升
#

专利申请战全面启动

电信和国防应用推动射频氮 化 镓 蓬 勃 发 展#根 据 市 调 机 构
X:;7

Lfe7;:

UU

7?756

调查指出!

)G%2Y

产业于
"&-=

$

"&"!

年间的年复合增长率达

到
"!'

#随着工业不断地发展!截至
"&-=

年底!

)G%2Y

市场产值已经接近
!P

#

亿美元!

"&"!

年将达到
-!

亿美元以上#

目前国防仍是
)G%2Y

的主要市场!因为其专业化的高性能需求和价格敏

感度'

B8/97F750/6/e/6

3

(较低!因而为以
%2Y

为基底的产品提供了许多机会#

"&-=

$

"&-#

年!国防部门占了
)G%2Y

市场总量的
!$'

以上!完全没有减少的

趋势#

X:;7Lfe7;:

UU

7?756

资深技术与市场分析师
T:5

<

[/5

表示!我们相信

这个重要的
%2Y

市场将持续与
%2Y

的整体渗透力一起成长#

)G%2Y

已经被工业公司认可!并明显地成为主流#领先的参与者正快速

地增加收入!这种趋势在未来的几年内将保持不变#从知识产权的角度来看!

美国和日本主导着整个
)G%2Y

知识产权系统#

,5:M?2R7

执行长兼联合创始人
Y/9:;20J28:5

评论!科锐'

@877

(毫无疑问

地拥有最强的知识产权地位!尤其是以碳化硅'

F/@

(为基底的
%2Y

高电子迁移

率晶体管
T/

<

1

K

7;7968:5

K

?:b/;/6

3

68250/06:8

!

TCDH

(#住友电气工业虽是
)G

%2Y

设备的市场领导者!仍落后于
@877

#此外!住友电气工业的专利活动放慢

了脚步!然而富士通&东芝和三菱电机等其他日本公司正在加快他们的专利申

请!因此现在也拥有强大的专利组合#

J28:5

进一步说明!

@877

也在
)G%2Y TCDH

知识产权的竞赛中处于领

先地位#针对
@877

的
)G%2Y

专利组合分析显示!它可以有效地限制该领域的

专利活动并控制大部分关键国家其他企业的
GHE

'

G877R:?6:E

U

78267

!

GHE

(#

!-



另一方面!英特尔和全科科技目前也十分积极进行
)G%2Y

专利申请!尤

其是在
%2YK:5

K

F/;/9:5

技术方面!如今已成为
)G%2Y

专利领域的主要知识产

权挑战者#参与
)G%2Y

市场的其他公司!如
Q:8e:

&雷神&诺格'

Y:8618:

U

%8S??25

(&恩智浦'

YWB

(和英飞凌'

45A/57:5

(!同样拥有一些关键专利!但未必

拥有强大的知识产权地位#

X:;7Lfe7;:

UU

7?756

指出!刚进入
%2YTCDH

专利领域的英特尔!目前是

最活跃的专利申请人!且应该会在未来几年加强其知识产权地位!特别是对于

%2YK:5

K

F/;/9:5

技术#其余
%2Y)GTCDH

相关专利领域的新进入者!主要包

含中国企业海威华&三安光电和北京华进创维电子*而其他值得注意的新进入

者包括台湾的台积电和联颖光电!韩国的
2̂e/97

和
%/

<

2;257

!日本的爱德万测

试!以及美国的全科科技和安森美半导体#

另外!中国电子科技集团和西安电子科技大学针对
)G%2Y

在微波和毫米

波的应用技术!领导了中国的专利领域#三年前进入知识产权领域的新兴代工

厂海威华是当今中国知识产权的最强挑战者*然而!美国和日本公司依旧在
)G

%2Y

知识产权领域中发挥关键作用

!!!!!!!

!
!

!!!!!!!!
!

"

""

"

#

市 场 动 态

功率半导体迎来新一轮发展机遇

功率半导体市场格局

国际厂商制造水平较高!已经形成了较高的专业壁垒#预计在
"&""

年全球

功率半导体市场规模将达
+"O

亿美元#在
"&-$

年全球功率半导体市场中!英飞

凌以
-"'

的市场占有率排名第一#欧美日厂商凭借其技术和品牌优势!占据了

全球功率半导体器件市场的
=&'

#大陆&台湾地区主要集中在二极管&低压

DEFGCH

等低端功率器件市场!

4%JH

&中高压
DEFGCH

等高端器件市场主要

由欧美日厂商占据#

看好功率半导体的国产代替空间#我国开展功率半导体的研究工作比较

晚!且受到资金&技术及人才的限制!功率半导体产业整体呈现出数量偏少&企

业规模偏小&技术水平偏低及产业布局分散的特点#原始创新问题成为阻碍国

内功率半导体产业发展的重要因素#国际功率半导体厂商尚未形成专利和标

准的垄断#相比国外厂商!国内厂商在服务客户需求和降低成本等方面具有竞

+-



争优势#功率半导体的国产代替空间十分广阔#

汽车电子点燃功率半导体市场

新能源汽车为功率半导体带来了极大的增长潜力#新能源汽车是指采用

非常规车用燃料作为动力来源的汽车!如纯电动车&插电式混合动力汽车#预

计在
"&"&

年我国新能源汽车销量将达
"&&

万辆!同比增长
$!P#'

#新能源汽

车新增大量功率半导体器件的应用#

"&"&

年全球汽车功率半导体市场规模将

达
=&

亿美元#特斯拉
?:R7;F

车型使用的三相异步电机驱动!其中每一相的驱

动控制都需要使用
"#

颗
4%JH

芯片!三相共需要使用
#+

颗
4%JH

芯片#

我国财政部&税务总局联合发布了公告"自
"&-#

年
-

月
-

日起至
"&"&

年
-"

月
!-

日!对购置的新能源汽车免征车辆购置税!鼓励用户购买新能源汽车#我

们认为政策红利将全面带动市场对功率半导体的需求#

1"M0

###硅基功率半导体核心

4%JH

多应用于高压领域!

DEFGCH

主要应用在高频领域#从产品来看!

4%JH

一般应用在高压产品上!电压范围为
O&&KO$&&(

#

DEFGCH

的应用电压

相对较低!从十几伏到
-&&&(

#但是!

4%JH

的工作频率比
DEFGCH

低许多#

DEFGCH

的工作频率可以达到
-DTc

以上!甚至几十
DTc

!而
4%JH

的工作频

率仅有
-&&,Tc

#

4%JH

集中应用在逆变器&变频器等高压产品#而
DEFGCH

主要应用在镇流器&高频感应加热等高频产品#

1"M0

市场格局

全球
4%JH

市场主要竞争者包括德国英飞凌&日本三菱&富士电机&美国安

森美&瑞士
*JJ

等!前五大企业的市场份额超过
=&'

#预计在
"&""

年全球
4%

K

JH

市场规模将达
O&

亿美元!增量空间巨大#国外厂商已研发出完善的
4%JH

产品系列#其中!仙童等企业在消费级
4%JH

领域处于优势地位#

*JJ

&英飞凌

和三菱电机在
-=&&(

以上的工业级
4%JH

领域占据优势#在
!!&&(

以上电压

等级的领域!英飞凌&

*JJ

和三菱电机三家公司居垄断地位!代表着国际
4%JH

技术的最高水平#

国产追赶仍需时间#中国功率半导体市场占世界功率半导体市场份额的

$&'

以上!但在中高端
DEFGCH

及
4%JH

器件中!

.&'

依赖于进口#

4%JH

应用广泛!新能源车是重要下游增长引擎

按电压分布来看!消费电子领域运用的
4%JH

产品主要在
O&&(

以下!如数

码相机闪光灯等#

-"&&(

以上的
4%JH

多用于电力设备&汽车电子&高铁及动车

中#动车组常用的
4%JH

模块为
!!&&(

和
O$&&(

#智能电网使用的
4%JH

通常

为
!!&&(

#

$-



新能源汽车

电机控制系统和充电桩是车用
4%JH

的主要增长点#电力驱动系统将电能

转换为机械能!驱动电动汽车行驶!是控制电动汽车最关键的部分#

4%JH

在电

力驱动系统中属于逆变器模块!将动力电池的直流电逆变成交流电提供给驱动

电动机#

4%JH

约占新能源汽车电机驱动系统及车载充电系统成本的
+&'

!折

合到整车上约占总成本的
=

$

-&'

!其性能直接决定了整车的能源利用率#汽

车半导体行业的认证周期长!标准非常严苛#一方面!汽车的大众消费属性使

得它对
4%JH

的寿命要求比较高#另一方面!汽车面临着更为复杂的工况!需要

频繁启停&爬坡涉水&经历不同路况和环境温度等!对
4%JH

是极为严苛的考验#

轨道交通

在高铁短时间内将时速从零提升到
!&&

公里的过程中!需要通过
4%JH

来

确保牵引变流器及其他电动设备所需要的电流&电压精准可靠#

4%JH

在轨道

交通领域已经实现了全面的国产化#

智能电网

4%JH

广泛应用于智能电网的发电端&输电端&变电端及用电端#从发电端

来看!风力发电&光伏发电中的整流器和逆变器都需要使用
4%JH

模块#从输电

端来看!特高压直流输电中
G*@HF

柔性输电技术需要大量使用
4%JH

功率器

件#从变电端来看!

4%JH

是电力电子变压的关键器件#从用电端来看!家用

[CL

照明等都对
4%JH

有大量的需求#

第三代化合物半导体###前景广阔$产业变革

-&2

###高压器件领域的破局者

F/@

是第三代半导体材料的代表#以硅而言!目前
F/DEFGCH

应用多在

-&&&(

以下!约在
O&&

$

.&&(

之间!若超过
-&&&(

!其芯片尺寸会很大!切换损

耗&寄生电容也会上升#

F/@

器件相对于
F/

器件的优势之处在于!降低能量损

耗&更易实现小型化和更耐高温#

F/@

功率器件的损耗是
F/

器件的
$&'

左右#

F/@

主要用于实现电动车逆变器等驱动系统的小量轻化#

英飞凌和科锐占据了全球
F/@

市场的
=&'

#罗姆公司在本田的
@;28/6

3

上

搭载了
F/@

功率器件!

@;28/6

3

是世界首次用
GS;;F/@

驱动的燃料电动车!由于具

有高温下动作和低损耗等特点!可以缩小用于冷却的散热片!扩大内部空间#

丰田的燃料车
D4)*4

可以坐
+

个人!本田的
@;28/6

3

实现了
$

人座#

"&-=

年全球
F/@

功率半导体市场总额达
!P..

亿美元#预计到
"&"!

年市

场总额将达
-OP++

亿美元!年复合增长率
"OPO'

#从应用来看!混合动力和纯

电动汽车的增长率最高!达
#-P+'

#从产品来看!

F/@ G̀CH0

的增长率最高!达

O-



!#P.'

#其次为全
F/@

功率模块!增长率达
!-P='

#

政策支持力度大幅提升!推动第三代半导体产业弯道超车#国家和各地方

政府持续推出政策和产业扶持基金支持第三代半导体发展#福建省更是投入

$&&

亿!成立专门的安芯基金来建设第三代半导体产业集群#

")7

###应用场景增多$迎来发展机遇

由于
%2Y

的禁带宽度较大!利用
%2Y

可以获得更大带宽&更大放大器增

益&尺寸更小的半导体器件#

%2Y

器件可以分为射频器件和电力电子器件#

%2Y

的射频器件包括
B*

&

D4DE

等面向基站卫星&雷达市场#电力电子器件

产品包括
FJL

&

GCH

等面向无线充电&电源开关等市场#

英飞凌&安森美和意法半导体是全球
%2Y

市场的行业巨头#预计到
"&"O

年全球
%2Y

功率器件市场规模将达到
+P+

亿美元!复合年增长率
".P+'

#近

年来越来越多的公司加入
%2Y

的产业链#如初创公司
CB@

&

%2YF

3

067?

&

H8250

U

1:8?

等#它们大多选择台积电或
WKG*J

为代工伙伴#行业巨头如英

飞凌&安森美和意法半导体等则采用
4LD

模式#

-&2%-")7

###各有擅长$应用驱动

基本特性

F/@

适合高压领域!

%2Y

更适用于低压及高频领域#较大的禁带宽度使得

器件的导通电阻 减小#较高的饱和迁移速度使得
F/@

&

%2Y

都可以获得速度更

快&体积更小的功率半导体器件#但二者一个重要的区别就是热导率!这使得

在高功率应用中!

F/@

居统治地位#而
%2Y

因为拥有更高的电子迁移率!能够

获得更高的开关速度!在高频领域!

%2Y

具备优势#

F/@

适合
-"&&(

以上的高

压领域!而
%2Y

更适用于
+&K-"&&(

的高频领域#

目前商业化
F/@ DEFGCH

的最高工作电压为
-=&&(

!工作温度为
-&&>

-O&_

!电流在
O$*

以下#

F/@DEFGCH

现在主要的产品有
O$&(

&

.&&(

&

-"&&(

和
-=&&(

#在
"&-#

年国际主要厂商推出的
F/@

新产品中!

@877

推出的新型
C

系列
F/@DEFGCH

是目前业内唯一通过汽车
*C@KQ-&-

认证!符合
BB*B

要

求的
F/@DEFGCH

#

目前商业化
%2YTCDH

的最高工作电压为
O$&(

!工作温度为
"$_

!电流

在
-"&*

以下#

%2YTCDH

现在主要的产品有
-&&(

&

O&&(

和
O$&(

#在
"&-#

年国际主要厂商推出的
%2Y

新产品中!

%2YF

3

067?0

的
%2YCKTCDH

系列产

品实现了业内最高的电流等级!同时将系统的功率密度从
"&Ẑ

提高到了

$&&Ẑ

#而
CB@

生产的
%2Y TCDH

是其首款获得汽车
*C@KQ-&-

认证的

%2Y

产品#其体积远小于传统的
F/DEFGCH

!且开关速度是
F/DEFGCH

的

=-



-&K-&&

倍#

目前商业化
F/@

功率模块的最高工作电压为
!!&&(

#

"&-#

年
-

月!三菱电

机开发的全
F/@

功率模块通过
F/@DEFGCH

和
F4@FJL

一体化设计!实现了业

内最高的功率密度'

.P!Z(*

)

9?

!

(#

目前商业化
%2Y

功率放大器的最高工作频率为
!-%Tc

#在
"&-#

年
D*

K

@ED

&

@877

等企业陆续推出
%2Y DD4@B*

模块化功率产品!面向基站&雷达

等应用市场#

应用场景

F/@

主要应用在光伏逆变器'

B(

(&储能)电池充电&不间断电源'

VBF

(&开

关电源'

FDBF

(&工业驱动器及医疗等市场#

F/@

可以用于实现电动车逆变器等

驱动系统的小量轻化#

手机快速充电占据功率
%2Y

市场的最大份额#

%2Y

应用于充电器时可以

有效缩小产品的尺寸#目前市面上的
%2Y

充电器支持
VFJ

快充!以
"=̂

&

!&̂

和
+$̂

功率居多#领先的智能手机制造商
*

UU

;7

也考虑将
%2Y

技术作为其无

线充电解决方案!这有可能带来
%2Y

功率器件市场的杀手级应用#

$%

应用临近!

)G%2Y

市场快速发展#

$%

主要部署的频段是用于广域覆

盖的
0Sb

K

OK%Tc

和用于机场等高密度区域的
"&%Tc

以上频带#要想满足
$%

对于更高数据传输速率和低延迟的要求!需要
%2Y

技术来实现更高的目标频

率#高输出功率&线性度和功耗要求也推动了基站部署的
B*

从
[LDEF

转换

为
%2Y

#另外!在
$%

的关键技术
D200/e7D4DE

中!基站收发信机上使用了大

量的阵列天线!这种结构需要相应的射频收发单元!因此射频器件的使用数量

将明显增加#利用
%2Y

的小尺寸和功率密度高的特点可以实现高度集成化的

产品解决方案!如模块化射频前端器件#

新能源汽车驱动下的功率半导体市场供需及增量空间测算

根据功率半导体的单车价值量和全球新能源汽车的销量来推导新能源汽

车所带来的功率半导体的市场需求#

4%JH

是新能源汽车电机控制系统的核心器件#特斯拉
D:R7;F

车型使用

的三相异步电机驱 动!其中每一相都需要使用
"#

颗
4%JH

芯片!三相共需要使

用
#+

颗
4%JH

芯片#每颗的价格大约在
+

$

$

美元#我们预计
4%JH

的单车价

值量大约在
+"&

美元左右#根据全球新能源汽车的销量能够推导出新能源汽车

所带来的
4%JH

市场需求#

F/@

主要用于实现新能源汽车逆变器等驱动系统的小量轻化#

"&-#

年!特

斯拉
D:R7;!

的逆变器采用了意法半导体制造的
F/@DEFGCH

!每个逆变器包

#-



括了
+#

个
F/@DEFGCH

#

D:R7;!

的车身比
D:R7;F

减小了
"&'

#每个
F/@

DEFGCH

的价格大约在
$&

美元左右#我们判断
F/@

的单车价值量大约在

"$&&

美元左右#

%2Y

技术在汽车中的应用才刚刚开始发展#

CB@

生产的
%2Y TCDH

是

其首款获得汽车
*C@KQ-&-

认证的
%2Y

产品#

%2Y

技术可以提升效率&缩小

尺寸及降低系统成本#这些良好的性能使得
%2Y

的汽车应用来日可期#

通过测算
4%JH

)

F/@

的新能源汽车市场供需量推测其增量空间#受惠于新

能源汽车需求 的显著增长!我们认为
4%JH

的增量空间巨大#

F/@

市场可能会

出现供不应求的情况#高成本是限制各国际厂商扩大
F/@

产能的重要因素#

海外
g

国内功率半导体重要公司

"&-=

年全球功率分立器件和模块市场总额达
-#O

亿美元#其中!英飞凌以

-#PO'

的市场份额排名第一#第二为安森美!第三为意法半导体#

"&-=

年全球功率分立
4%JH

市场总额达
--

亿美元#其中!英飞凌以
!#P

$'

的市场份额排名第一!第二为富士电机#

"&-=

年全球功率分立
DEFGCH

市

场总额达
OOP$

亿美元#其中!英飞凌以
"OP!'

的市场份额排名第一#第二为

安森美#

"&-=

年全球功率器件市场中恩智浦的营业收入排名第一#营业收入
O&P+#

亿元!净利润
-+P+=

亿元!净利率
&P"+

#英飞凌排名第二!营业收入
$$P"O

亿

元!净利润
OP-.

亿元!净利率
&P--

#

各功率器件厂商都有其独特的优势产品#安森美是第一大汽车图像传感

器企业#在全球
*L*F

市场中!安森美的图像传感器占据了
=&'

的市场份额#

微控制器和
F:@

是瑞萨电子的主要产品#瑞萨电子在全球微控制器市场中占

据领先地位#汽车电子已经成为各功率器件厂商竞争的重要领域之一#

英飞凌%

1H<&H:AH

&

公司的主要产品包括功率器件&传感器与射频器件和嵌入式控制器等#

英飞凌技术优势及产品路线

英飞凌推出了采用
H87591

技术的
@::;F/@

HD

DEFGCH

系列产品#这种设

计能够缓和平面沟道的电导率!克服性能与鲁棒性之间的问题#

"&-#

年
--

月!

英飞凌将
F/679682

的冷切割技术收入囊中#冷切割是一种高效的晶体材料加工

工艺!能将材料损失降到最低#

T

3

b8/RB*@,

HD是英飞凌推出的全新功率模块系列!专为混合动力汽车应

用设计#汽车应用往往要求更高的可靠性!所以英飞凌开发了逆导型
4%JH

#

"&-#

年
!

月!英飞凌与上海汽车宣布成立合资企业!为中国市场生产汽车级框

.-



架式
4%JH

模块#

4B@

'

45RS068/2;B:M78@:568:;

(和
BDD

'

B:M78?252

<

7?756g DS;6/?28

K

Z76

(是英飞凌核心的事业部#其中!

4B@

的主要产品有分立和模块化
4%JH

#分

立
4%JH

的电压工作范围在
-"&&K-=&&(

!模块
4%JH

主要工作在
-"&&KO$&&(

#

BDD

的主要产品有"高压
DEFGCH

产品系列
@::;DEFHD

和中低压产品系

列
E

U

6/DEFHD

#

英飞凌以成熟技术加强核心市场!同时以新技术打开新兴市场#英飞凌通

过三个策略加强功率半导体市场"

-

(延长
F/@DEFGCH

和
%2YDEFGCH

系列

产品!并且扩大自有的独特的
!&&??

晶圆生产#

"

(增加相邻领域的投入!如数

字功率控制模块的驱动器算法等#

!

(增加在新兴市场的研发!如电动汽车的充

电桩等#

英飞凌的
@::;F/@

HD

DEFGCH

系列产品组合将在未来几年延长#第一步

是推出不同的拓扑结构!如
F/I

U

29Z

和
T2;Ab8/R

<

7

!涵盖电源范围从
"Ẑ

到

"&&Ẑ

#

英飞凌的
@::;%2Y

HD

+&&(

电子模式即将开发#

"&-$

年!英飞凌和松下达

成协议!联合采用松下电器的常闭式'增强型(

%2Y

晶体管结构和英飞凌的表贴

'

FDL

(封装的
%2Y

器件!推出高能效的
O&&(%2Y

功率器件#

"&-#

年
O

月!英

飞凌宣布将于
"&-#

年底开始量产
@::;%2Y+&&(

和
O&&(

增强型
TCDH

#

安森美半导体%

,H-:E&PAHB=P9AQ

&

公司的主要产品包括电源和信号管理&分立及定制器件等#安森美是全球

第一大汽车图像传感器企业#在全球
*L*F

市场中!安森美的图像传感器占据

了
=&'

的市场份额#

安森美技术优势及产品路线

安森美的
F/@

技术拥有独特的专利终端结构!它提供更高的雪崩能量&业界

最高的非钳位感应开关'

V4F

(能力和最低的漏电流#安森美即将推出
-"&&(

F/@DEFGCH

和
O$&(%2Y DEFGCH

产品#安森美的
DEFGCH

产品主要集

中在低压到中压#

安森美聚焦于汽车传感器市场的融合#安森美是首家为汽车市场提供专

业图像传感器的公司#安森美的产品具有低照度解析&宽动态范围等特性!可

以直接满足到自动驾驶
[$

等级的需求#

"&-=

年安森美收购了
4JD

雷达设计

中心!现在除了图像传感器以外!还可以提供包括
)2R28

&

[/R28

在内的更为完整

的传感器融合方案#

&"



罗姆%

O,I+

&

公司的主要产品包括
4@

&分立半导体和模块等#公司收入结构中!

4@0

贡献

主要收入!营收
-P#!

亿日元!占比
+OP"'

#其次为分立半导体!营收
-P$

亿日

元!占比
!=P#'

#

罗姆技术优势及产品路线

双沟槽
F/@DEFGCH

是罗姆的代表性产品#为了进一步降低功耗!罗姆成

为世界首个开发出双沟槽结构
F/@DEFGCH

并实现量产的公司#罗姆通过其

独特的双沟槽结构!提高了门级的强度!可以实现逆变器等电动汽车电力驱动

系统的节能#与
4%JH

相比!罗姆新一代
F/@ DEFGCH

的开关损耗降低了

=!'

#另外!罗姆还开发出了兼备业界顶级低传导损耗和高开关特性的
O$&(

耐压
4%JH

$

)%H(

系列'短路耐受能力保持版(%和$

)%^

系列'高速开关版(%#

罗姆重点专注汽车和工业市场#消费电子是罗姆最大的应用市场!占总营

收的
$='

#因此罗姆希望增加汽车等其它领域的投入#罗姆在汽车领域的重

点是动力传动系统&车身&

*L*F

的模拟功率产品#在工业领域则重点发展工

厂自动化&能源和基础设施#

闻泰科技

安世半导体的中低压
DEFGCH

全球领先#安世半导体的主要产品包括分

立器件&逻辑器件和
DEFGCH

器件#在汽车领域!安世的主要客户包括博世&

比亚迪等*在移动及可穿戴设备领域!有苹果&谷歌&三星&华为&小米等*在消费

领域!有大疆&戴森&

[%

等#

台基股份

新能源汽车市场兴起!公司有望深度收益#台基股份的主要产品包括大功

率晶闸管&大功率半导体模块&功率半导体组件等#目前公司已形成年产
"#&

万

只大功率晶闸管的能力#公司将重点开发新型
4%JH

模块和
4%@H

等智能化器

件!同时跟踪以
F/@

和
%2Y

为代表的第三代宽禁带半导体器件#

公司正在筹划非公发行股票事项#其中!项目包含建设月产
+

万只
4%JH

模块'兼容
DEFGCH

等(的封测线!兼容月产
-P$

万只
F/@

等宽禁带半导体功

率器件的封测#另外!公司拟出资
-&&&&

万元在北京亦庄经济开发区投资设立

全资子公司北京台基半导体有限公司!优化公司的产品结构和业务范围!打造

新的业务增长点#

扬杰科技

公司的主营业务是功率二极管&整流桥等电子元器件的研发&制造和销售#

目前扬杰拥有
!

&

+

&

$

&

O

英寸晶圆厂!且
#

英寸晶圆厂已在规划中#

-"



拓展下游应用业务!提高核心竞争力#扬杰科技的主要产品包括半导体功

率器件&功率二极管&整流桥等#公司立足于消费电子&安防&光伏领域!大力拓

展汽车电子&工业变频等高端市场#

士兰微

特色工艺平台支撑半导体功率器件的研发#在工艺平台方面!公司依托于

已稳定运行的
$

&

O

英寸芯片生产线和已顺利投产的
#

英寸芯片生产线!陆续完

成了超薄片槽栅
4%JH

&超结高压
DEFGCH

&高密度沟槽栅
DEFGCH

等功率器

件的研发#

持续扩充产能!公司进入快速成长期#在
"&-=

年
-"

月!士兰微与厦门市海

沧政府签署了战略合作协议#根据协议!该项目总投资
""&

亿元!旨在海沧区建

设两条
-"

英寸特色工艺晶圆生产线!及一条先进化合物半导体器件生产线#

-9Q)9:

R*

3H);

*

9&P'

报告"

!"

将推动功率放大器市场

F68267

<3

*52;

3

6/90

射频
g

无线元件服务近期发布的研究报告/

$%

将推动

功率放大器市场!但挑战供应商定价0涵盖了手机和其它蜂窝用户设备中的射

频'

)G

(功率放大器'

B*

(!并预测了
$%

将推动在过去三年内表现平平的功率放

大器市场回复增长!但供应商应该会面临巨大的定价压力#

功率放大器模块是集成以及尝试减少
)G

前端部件数量的基石*此外!随着

$%

的新
0Sb

K

O

频段&许可共享接入&上行链路载波聚合和上行链路
D4DE

即将

到来!功率放大器模块将继续增加其复杂性!这为
FZ

3

M:8Z0

&

J8:2R9:?

&

Q:8e:

&

DS8262

&

QS2;9:??

及其供应合作伙伴降低生产成本带来压力#

基于
"%

!

!%

!

[HC

和早期
$%

设备的架构!该报告着眼于近期市场!并预测

截止到
"&"!

年的市场收入和功率放大器的单位出货量!包括分立功率放大器模

块&功率放大器双工器&

FKB*L

&

B*D/L0

和
H)D

'总无线电模块(#

F68267

<3

*52;

3

6/90

射频
g

无线元件服务总监兼报告作者
@18/06:

U

178

H2

3

;:8

表示!$

$%

将使功率放大器模块的内容增加到包含更多频段&具有更多

射频切换&滤波和功率放大元件#随着市场的发展!更复杂的功率放大器模块将

会像过去一样!从旗舰智能手机转向中低端设备#%

F68267

<3

*52;

3

6/90

战略技术副总裁
F67

U

175C56M/06;7

补充说!$将几乎整

个射频前端覆盖多个频段和技术放入少数功率放大器模块中!这会迫使大多数

较小的功率放大器供应商退出市场#压力将随着
$%

的发展而增加!可能有利于

前四大供应商的规模和研发预算!以满足
ECD

的需求#%

""



毛利率可达
!$S

#

三星!高通和华为都看好这个市场

在
$%

芯片领域!搞定基带芯片其实只是完成了
$%

连接的一部分!还需要

射频芯片&存储芯片&核心处理器等一系列芯片配套#

$%

比
+%

快
-&K-&&

倍!是

通信产业的整体提升#想要实现高速度&高带宽的
$%

信号通信!不仅需要基带

芯片完成信号处理和协议处理!也需要射频芯片做好射频收发&频率合成&功率

放大的工作#因此!作为无线通讯不可缺少的基础一环!射频芯片的技术革新

是推动无线连接向前发展的核心引擎之一#

射频芯片包括功率放大器'

B*

"

B:M78*?

U

;/A/78

(&天线开关'

FM/691

(&滤波

器'

G/;678

(&双工器'

LS

U

;7I78

和
L/

U

;7I78

(和低噪声放大器'

[Y*

"

[:M Y:/07

*?

U

;/A/78

(等#

$%

通信特征明显!主要是高带宽&高速率&多频谱&低时延和低功耗#这些

特点给射频器件设计带来了诸多挑战#

首先是多模多频#

$%

时代引入了新的波形
@GKEGLD

!拓宽了带宽和子载

波的间隔!这些都需要全新的射频芯片设计#在由
+%

到
$%

的演进过程中!射

频模块需要处理的频段数量大幅增加!根据射频器件巨头
0Z

3

M:8Z0

预测!到

"&"&

年!

$%

应用支持的频段数量将新增
$&

个以上!全球
"%

)

!%

)

+%

)

$%

网络

合计支持的频段将超过
.&

#再加上高频段信号处理难度的增加!射频器件设计

的复杂度可想而知#

其次是信号干扰#当
+%

和
$%

共存时!射频芯片需要完美应对互干扰问

题!实现更快的切换速度#

第三是成本和芯片面积#

$%

前期会加入
FSb

K

O%Tc

频段!后期还会加入

"O%Tc

以上的毫米波频段#采用波束成形
\D4DE

的设计方案需要射频前端

来进行射频传输!这对射频芯片体积提出很高的要求#另外!使用更多的射频

前端器件!成本也会正比例增长#据统计!

+%

全网通手机前端射频模块的成本

已达到
#K-$

美元!含有
-&

颗以上射频芯片!

$%

手机的射频芯片数量将倍增!成

本控制对参与厂商提出了巨大挑战#

当然!机会总是和挑战并存的#

$%

时代将有更多的频段资源被投入使用!

多模多频使得射频前端的芯片需求增加!同时
D200/e7D4DE

&波束成形&载波

聚合&毫米波等关键技术也将促进射频前端芯片需求增加!推动射频前端芯片

市场成长#以
B*

模组为例!

+%

多模多频手机所需的
B*

芯片为
$K=

颗!预测

$%

手机内的
B*

芯片将达到
-O

颗之多*同时!

D4DE

技术的应用普及为天线行

业带来巨大增量市场!基站及终端天线迎来快速增长的行业性机会*此外!随着

!"



载波聚合的逐步普及!射频
DCDF

开关行业将迎来快速增长#

总体来看!根据
Y2e/25

的预测!

"&-.

年仅用于移动通信终端的射频前端模

块总市场规模就将达到
"-"P-

亿美元!年增长率约为
-$P+'

#

从当前的市场格局来看!目前全球射频前端芯片产业拥有较为成熟的产业

链!欧美
4LD

大厂技术领先!规模优势明显!台湾企业则在晶圆制造&封装测试

等产业链中下游占据重要地位#

在传统的
F*^

'声表面波(滤波器市场!

DS8262

&

HL,

和
H2/

3

:XSR75

占据

了全球市场份额的
#&'

以上#

$%

时代!

J*^

'体声波(滤波器更具潜力#

J*^

的性能比
F*^

更好!同

时也更省电!可以让
B*

工作在更高的电压#根据市场分析机构
4TFFS

UU

;

3

的

调研结果!

Q:8e:

和博通'

J8:2R9:?

(瓜分了大部分
J*^

市场#

在终端功率放大器市场!形成了
Q:8e:

&

FZ

3

M:8Z0

和博通三足鼎立的局面!

三家厂商合计占据了
.&'

以上的市场份额#

并且!

Q:8e:

&

FZ

3

M:8Z0

和博通都完成了
B*

&

FM/691

&

LS

U

;7I78

&

G/;678

全产

品线布局!拥有专用的制造厂和封装厂#从三家厂商的财报数据来看!它们在

移动通信射频前端市场的毛利率均高于
+&'

!最高可以达到
$&'

!净利率约

!&'

!具有极强的盈利能力#同时!专利技术储备也让三大厂商有了更坚固的

$防御城墙%#以
Q:8e:

为例!

Q:8e:

在
$%

领域积累了许多核心技术!从
[:M

K

L8/A6

和
Y:L8/A6

滤波技术&天线调谐技术到
)GGS0/:5

和
)GG;7I

射频前端解

决方案!再到更加基础的
%2Y

技术!

Q:8e:

提供了核心架构&滤波器和开关产

品#这是后来者短时间内难以绕开的#

不过!看似稳定的射频器件市场近来却暗流涌动!华为&高通&三星&英特尔

和联发科都开始在这个市场发力!试图继续扩大各自在终端市场的影响力#

目前!华为在
$%

芯片方面进展很快#华为首款商用芯片巴龙
$%&-

支持包

括
O%Tc

以下和毫米波在内的所有频段的
$%

*巴龙
=O$

支持
#a#D4DE

技术

的调制解调器芯片组!具有业界领先的网络速度和信号强度性能#这两款芯片

都具有先进水平的射频处理能力!不过华为并未对外说明射频芯片是否自研#

高通方面!其与
HL,

合资的
)G!O&

控股公司目前已经拥有超过
+&&&

名员

工!产品包括
F*^

&温度补偿表面声波'

H@KF*^

(和
J*^

解决方案#

)G!O&

这个名字和高通在
"&-!

年发布的
)G!O&

射频芯片名字一致#经过长期的战略

布局!高通在
$%

领域拥有一套完整的射频前端产品线!可以覆盖从基带芯片到

天线之间所有的模块和芯片#

在
"&-#

年
=

月
"!

日!高通就宣布推出了全球首款面向智能手机和其他移

+"



动终端的
$%Y)

毫米波及
O%Tc

以下射频模组!分别为
QHD&$"

毫米波天线

模组和
QBD$OIIOTc

以下射频模组#业内人士称!高通射频模组的发布让

$%

手机发布成为现实!最先发布的
EBBE$%

手机正是采用了高通的芯片#高

通工作人员表示!为了对今后比较新的技术提前进行测试和验证!获取新的测

试结果!高通正在推动
EH*

测试的发展!当中包括了
$%Y)O%Tc

以下的独立

组网测试&

$%Y)

户外毫米波场景测试&

$%Y)

室内毫米波测试和
$%Y)

的协

作多点'

@:DB

(测试#

三星于近日宣布将推出最新的
)G4@

和
L*GC*F4@

射频芯片组用于
$%

网络#三星表示!这些芯片将使
$%

基站的尺寸&重量和功耗降低
"$'

!从而提

高了效率和发射能力!使得基站支持
"#%1c

和
!.%Tc

频谱带#三星在公告中

指出!到
"&"&

年会将无线网络设备的市场份额扩大到
"&'

#

联发科在
$%

时代之前就推出了众多射频解决方案!包括
DHO-O=

&

DHO-O#

和
DHO-==

等#

"&-=

年
"

月份!联发科宣布旗下旭思投资以每股
--&

元新台币公开收购转投资功率放大器厂络达
-$'

至
+&'

股权!解决了联发科在

射频芯片方面的人才荒#

$%

方面!联发科
$%

基带芯片
T7;/:D=&

将于
"&-.

年出货#

T7;/:D=&

依照
!%BB)7;

K

-$$%Y)

标准设计!包括支持独立'

F*

(和

非独立'

YF*

(网络架构!支持
FSb

K

O%Tc

频段&毫米波频段&高功率终端

'

TBVC

(及其他
$%

关键技术!满足不同运营商的需求#可见!联发科
$%

射频

技术研发也完成了突破#

英特尔目前在手机端进行
$%

毫米波的测试#市场研究公司
X:;7

工作人

员表示"$尽管许多公司如高通&英特尔&联发科和三星都在使用手机原型作为

$%

毫米波的演示平台!但我们不相信目前手机将成为
$%

毫米波的首选应用终

端形态#相比之下!

$%

毫米波将更加可能成为桌面或者桌面上的固定式数据调

制解调器的选择!以便消费者可以下载或者传输大规模流式宽带应用#%这样的

趋势对于英特尔而言无疑是一大利好消息#

当前!作为智能终端芯片的巨头!华为&高通&三星&英特尔和联发科都在切

入射频芯片市场!主要原因在于这些公司原本的业务领域都开始增速放缓或者

同比下降#根据
%286578

的最新数据!

"&-#

年全球
B@

总出货量超过
"P$.+

亿

台!同比下降
-P!'

#而根据研究公司
4L@

的最新数据显示!

"&-#

年全球智能

手机销量为
-+

亿部!同比下降
+P-'

#恶劣的市场环境让手机处理器厂商和

B@

处理器厂商开始寻找全新的利润增长点!高利润率的射频芯片领域无疑有

着巨大的吸引力#高通等厂商在拥有成熟芯片销售体系之后!必将鼓励平台方

案客户使用自家射频产品#长期来看!这一趋势会对
Q:8e:

&博通和
FZ

3

M:8Z0

$"



等独立射频供应商将产生较为不利的影响#

目前!射频前端国产替代需求强烈!政策支持意志坚定#具备射频芯片设

计的公司有紫光展锐&唯捷创芯&中普微&中兴通讯&雷柏科技&华虹设计&江苏

钜芯&爱斯泰克等#

紫光展锐具有代表性的产品是
)BDO=+!K!-

&

)BDO++"KJ+"

)

J+!

和

)BD$+&-

等!前两者是射频前端功率放大器!后者是
)GCC

芯片#紫光展锐的

机会在于其是三大智能手机芯片销售平台'另外两个是高通和联发科(之一!在

低端芯片市场能够实现捆绑销售#此前锐迪科的业务覆盖射频收发器&功率放

大器&射频开关&蓝牙&无线&调频收音等全系列数字及射频产品!展讯则在基带

上面有布局!将展讯和锐迪科合并以后!能够迅速产生协同作用#不过!

$%

前期

的智能手机产品和其他终端产品将更趋向于高端!紫光展锐需要加大研发力

量!争取更多的先期红利#

射频器件在消费电子及军工产业都有着至关重要的应用!产业资本及国家

大基金的重视程度将与日俱增#在各方资本的助力下!国内射频器件行业将迎

来新一轮行业大发展机遇#根据
XE[C

的预计!射频系统市场未来五年市场规

模将迅速增长!其中滤波器市场的规模则占比市场的
$&'

以上!滤波器产品和

功放产品市场规模总和达到整体市场容量的
#&'>.&'

#

根据报告显示!传统
F*^

器件制造成本以及难度很高#因此该行业存在

着较高进入门槛#目前国内大部分
F*^

滤波器厂商仍停留在公频波段'较低

频率!低于
-%Tc

(的产品生产中#在更高的射频工作频率!国内厂商基本还是

空白#在更具有性能优势的
J*^

领域!由于工艺壁垒更高!国内只有诺思理论

上可以供货#

在
B*

领域!

B*

芯片行业迎来接口标准化及砷化镓晶圆代工向国内转移两

大红利#国内有三大射频
B*

公司!分别是中科汉天下&唯捷创新&国民飞骧#

目前!三家公司的水平是在
"%

市场有一定的优势!

!%

市场份额有限!

+%

市场

基本于低端市场略有盈利#未来的
$%

市场!目前各家的研发都不明朗!大红局

势可能出现利空#

由于
B@

和智能手机业务出现同比下降!相关厂商换道需求迫切!对于它们

而言!行业跨度小且净利率高的射频器件领域无疑是一个好选择!有利于发挥

自身的平台优势#在未来一段时间!三星&高通&华为&英特尔和联发科将在这

个领域持续加码!这对现有的射频器件厂商的业务将造成一定的影响#

不过!

$%

市场足够大!伴随而来的物联网高爆发使得射频市场有足够的增

量来容纳这些$跨界者%!整体市场经过调整后将出现更多巨头公司享受这一行

O"



业的高利润率#

突破可靠性与成本桎梏硅基
")7

功率器件

车载应用时机已成熟

随着全球新能源汽车市场的广泛铺开!功率如今也成为各大整车
ECD

及

用户所关注的热点之一!如何有效地管理和使用电源功率已成为当下新能源类

产品在全球汽车市场实现规模化普及的关键挑战#作为第三代功率半导体领

域的重要成员!

%2Y

凭借其高速开关能力&精简的外围电路以及更低功率损耗

等多项优势!在
-"(

甚至未来
+#(

的汽车电池
L@KL@

转换器以及
EJ@

等应用

上将大有用武之地#而目前!一些主要的生产商如
H8250

U

1:8?

已经获得了汽

车的相关资质!同时也有越来越多的国际半导体大厂如英飞凌&

H4

等也都开始

跟进!

%2Y

功率半导体在车载市场正快速起步#

")7

应用优势突出渐成车载
@2T@2

转换器等首选方案

作为目前市场热度最高的两大功率半导体材料!

F/@

和
%2Y

受益于自身所

具备的高速开关&宽禁带以及高功率密度等优异特性!在工业&移动&家电以及

汽车等诸多应用场景都备受热捧#尤其是新能源汽车领域!据主流机构预测

"&-#

年以后两大功率半导体市场的
@*%)

'年复合增长率(会达到甚至超过

!$'

!

"&"=

年整个市场有望突破
-&&

亿美元#虽然就目前来看!新能源汽车功

率器件领域仍然以传统
F/

器件和
F/@

应用居多!但业内预估未来几年硅基
%2Y

'

%2YK:5

K

F/

(成本会快速下降!量产制备门槛也会逐步降低!

%2Y

器件有望在

"&"&

年之后成为车载逆变器及
L@KL@

转换器等应用的首选方案#

)ETD

半导体'北京(有限公司设计中心所长水原德健在接受采访时表

示"$

%2Y

是用于新一代功率元器件的半导体材料!其物理性能优异!尤其是高

频特性使其在低耐压领域的应用也日益广泛#例如!将
%2Y

功率器件搭载于车

载
L@KL@

转换器或逆变器等电源装置时!能够大幅提高车载
L@KL@

转换器的

功率转换效率且能够实现装置的小型化等!未来有望得到进一步普及#%

据了解!相比硅器件而言!氮化镓的电荷比硅低
-&

倍'

Q:00

!

Q

<

!

Q88

(!且

具备更高的工作频率和效率!同等功率输出下设计可以更小巧且精简!而同等

体积下也能做到更大&更高的功率密度以及更低的系统设计成本等诸多优势!

这些都能够在汽车
+#(

的
L@KL@

转换器领域创造很多的实用价值#

不过!英飞凌科技奥地利股份有限公司电源管理与多元化事业部资深市场

="



营销经理邓巍博士却认为"$由于汽车领域不管是从可靠性还是其他方面的要

求都是比较高的!甚至比工业领域的级别要求还要更高#因此!

%2Y

器件还需

要等到整体系统成本能够有所缩减以及可靠性真正达到一定证明的时候!才能

在汽车
L@KL@

转换器领域充分发挥作用#作为汽车半导体领域的领导者!英飞

凌目前市场占有率排在第二位!我们也已经在该领域投入
%2Y

技术!

"&-.

年我

们会慢慢发布
%2Y

在汽车领域的路线图!相信能为
+#(

车载
L@KL@

转换器及

更多应用带来更强大的解决方案#%

由此可见!成本和可靠性是当前
%2Y

功率器件向车载
L@KL@

转换器市场

渗透的两大主要障碍#业内某资深
4@

设计工程师说"$一方面是由于
%2Y

和
F/

之间晶格的不匹配!使得二者之间存在热膨胀系数和晶格系数相差较大的问

题!在结构上需要做缓冲层'例如
*4Y

)

*4%2Y

(!这些缓冲层非常重要!因为需

要进行调谐以帮助最小化电荷阱#而且!受当前的架构限制!

%2Y

设备大多为

常开型设计!这些结构和架构上的问题也使得
%2Y

目前在可靠性方面做的还不

够好!从而影响汽车
L@KL@

转换器这类高安全&高可靠要求市场的整体接受

度#%另一方面!虽然
%2Y

这类宽禁带器件的性能优势毋庸置疑!但这种功率半

导体器件目前如何能解决成本问题!并实现量产普及导入汽车市场还是一个待

解的难题#

从结构到架构"

")7

器件可靠性仍待挖掘

诚如上述!对于汽车
L@KL@

转换器这类应用来说!

%2Y

器件的可靠性关系

到整个转换器设备最终的转换效率&稳定性&安全性&功耗和散热等一系列参

数#体现在
%2YTCDH

器件的结构和架构上要求也会十分严苛!需要从结构

和架构层去进一步挖掘器件的可靠性设计潜力和价值!目前比较主流的还是在

结构方面提升
"LC%

的面密度&架构上进行$常开向常闭%设计的转换#

业内某资深
4@

设计工程师表示!$从
%2YTCDH

的结构上来看!其主要包

括衬底&缓冲层&沟道层&隔离层以及施主层几部分#其中!器件核心部分为沟

道&隔离和施主三层!由它们最终形成
*4%2Y

)

%2Y

异质结构!决定器件电荷流

动和开关速度等各类参数#当器件通电时!电子从
5

型
*4%2Y

层扩散到非掺

杂的
%2Y

层!形成
"LC%

'即二维电子气(!

%2YTCDH

就是通过栅极下的肖特

基势垒来控制
*4%2Y

)

%2Y

异质结构中的电子气浓度!从而实现对电流的控制

的#%

通过改变
%2Y TCDH

的栅极电压!可以相应的改变在
*4%2Y

)

%2Y

异质

结构界面处所形成的三角形势阱的深度和宽度!进而达到改变
"LC%

的浓度!

控制
TCDH

电流的目的!该资深
4@

设计工程师强调"$

TCDH

的工作区为非掺

#"



杂的
%2Y

层!在低温下由于晶格的振动会相应的减弱!

5

型
*4%2Y

层中的电离

杂质中心对紧邻的
"LC%

散射显得很重要#所以!一般业内为了完全将杂质中

心与
"LC%

隔离开来!往往会在
5

型
*4%2Y

层和
%2Y

层中间加一层非掺杂的

*4%2Y

隔离层!通过该隔离层的作用来提高
"LC%

的迁移率!尤其是低温迁移

率#而目前!高
"LC%

的面密度设计仍然是业内
%2Y TCDH

结构可靠性设计

方面的关键挑战!因为如果隔离层设计的厚度过大!就会使得
"LC%

的面密度

直线下降!导致源极和漏极的串联电阻增加!从而直接影响
%2YTCDH

的可靠

性#在这方面!业内比较多的是通过改变
*4%2Y

)

%2Y

异质结处的导带差以及

提升器件的自发极化和压电极化效应的影响等多重手段来提升
*4%2Y

)

%2Y

界

面的
"LC%

密度!从根本结构上来充分挖掘和提升
%2Y

器件的可靠性!但具体

能够改变多少还决定于各厂商采用的自主方案!见仁见智#%

除结构设计以外!由于传统的耗尽型
%2Y

芯片在操作中一般都处于$常开%

的状态!因此必须先施加负偏压计!否则系统将很容易发生短路!这就迫使常开

型的
%2Y

设计难以适应各不同场景的应用要求!尤其是对可靠性要求极高的汽

车领域#因此!如今供应商也都从耗尽型器件转移到增强型器件!因为这些器

件通常是关断状态!直到电压施加到栅极后才会打开!这对于
ECD

们来说也会

更为理想#

对此!邓巍博士表示"$

%2Y

作为一个常开型器件!很难被客户所应用和接

受#因为大家无论是在硅!还是其他器件上已经熟悉了常关型的理念#所以!

英飞凌非常了解这个状况!并在技术细节和工艺上做了一些改动!比如我们在

栅极加了$

B

%!做出了一个市场比较容易理解的常关型器件#%

具体来讲!

h

首先!我们采用了
B

型氮化镓电阻栅!栅极电压超出正向电压

时进行空穴注入#氮化镓我们采用的是一个常关的理念!作为第三代半导体器

件!氮化镓如果不在栅极做任何的电压动作的话!它中间有一个二维电子气的

层!中间会有电子在中间流动#因此!我们也做了
B

型氮化镓漏极接触设计!来

避免电流崩溃!实际上氮化镓有一个业界比较棘手的问题叫做动态
)LF

'

EY

(!

英飞凌解决这个问题的关键就在于引入了$

B

%!因为动态
)LF

'

EY

(有很多电子

在开关的时候被漏级的电子陷在里面不流通!这样会造成影响#把$

B

%放在这

里之后!表面的电子就可以被中和掉!这样能够从技术的根本来解决问题!这也

是为什么英飞凌可以在工艺领域领先的原因#总体来讲!英飞凌
@::;%2Y

氮化

镓产品的等效电路的栅极是一个阻性的栅极!有一个二极管进行自钳断式阻性

栅极!即阻性栅极内部将
(%F

钳位到安全范围#高栅极电流可实现快速导通*

稳健的栅极驱动拓扑#这个等效电路提供这些优势的同时!能够保证非常高的

."



可靠性#目前!这个结构只有英飞凌和松下可以用!这种独一无二的常闭式概

念解决方案是目前业内获得最长使用寿命!达到器件高可靠性的理想之选#%邓

巍博士进一步补充到#

硅基
")7

降成本潜力大 导入车载市场时机已成熟

可靠性之后!作为考量
%2Y

能否在汽车领域实现对传统
DEFGCH

规模替

代的另一大关键因素!成本也是目前上到器件供应商下到整车
ECD

们合力攻

坚的难点#据统计!

"&"&

年
%2Y

器件市场整体规模有可能达到约
O

亿美元!届

时一块
O

英寸晶圆可加工出大约
$#

万个
%2Y

!而且目前也有越来越多的厂商

开始踏足
#

英寸甚至
-"

英寸晶圆以进一步扩大产能#从应用的角度来看!考虑

到
C(

和
TC(

市场'尤其是
-"(

)

+#(

的
L@KL@

转换器和车载
EJ@

设备(计

划将从
"&-.

年开始批量采用
%2Y

!因此在可靠性逐步达到应用要求的背景下!

如果成本也能够如
C(

)

TC(

生产商的预期!未来几年
%2Y

功率器件无疑能够

在
C(

)

TC(

领域实现规模放量#

关乎应用成本方面的问题!邓巍博士认为"$虽然从目前来看!氮化镓器件

的价格大约是硅器件的
O

倍#但如果考虑到系统成本!氮化镓的优势在于能够

使拓扑结构变得更加紧凑!这是单个器件成本所体现不出来的!因此在考虑成

本时还必须得把整个系统的成本考虑进去#%

业内某资深
4@

设计工程师也对此表示赞同!实际上!像
H8250

U

1:8?

等少

数几家厂商现在已经能够将
%2Y

器件成本做到同等
F/@

器件的二分之一到三

分之一!虽然现阶段单比拼成本的话!可能单个
%2Y

器件成本会比
F/DEFGCH

要高上许多#但是按照应用来说!用
%2Y

器件做
4@

设计其实可以省掉很多的

周边回路!比如车载
L@KL@

转换器上!外部的很多稳压&隔离和滤波等模块都能

够被极大的精简!同时
%2Y

开关也能够将芯片间的连接线减小到尽可能短的长

度!从而能够最大限度缩短延迟时间!减少多芯片设计的寄生阻抗#最终!精简

之后的系统集成成本其实跟传统
F/DEFGCH

器件差不了多少!而且整个
JED

的成本都会有所下降#

此外!氮化镓作为一个新产品来说!随着未来应用及普及数量的不断增长!

%2Y

在汽车领域的成本和价格也会快速降低!邓巍博士告诉记者"$现在很多厂

家都在往更大的晶圆上发展!晶圆更大的话成本又会缩减#再者!不同时代的

产品设计尺寸也会不同!它的尺寸会缩减!这意味着单个晶圆产生的
%2Y

数量

也会更多#这样各方面的因素相加起来的话!氮化镓成本的缩减未来几年会是

比较大幅度的!跟硅相比差距变得越来越小#这些变化也会让越来越多的客户

往这个方向来看!因为有这个优势会慢慢体现出来#%

&!



另外值得一提的是!如今有越来越多的主流大厂都开始发力硅基
%2Y

'

%2YK:5

K

F/

(的量产制备!接下来随着产能的扩增降成本潜力巨大!硅基
%2Y

有

望由此成为业内厂商未来几年在
%2Y

产品线上主打的方案#业内某资深
4@

设

计工程师认为"$就量产方面来讲!碳化硅基衬底因其材料特性不能够支持更大

的晶圆!且由于
F/@

先天的量产制备高门槛特性!未来几年内其成本和产能问题

并不见得能改观多少#而在供货&价格以及产能上!个人更看好硅基氮化镓功

率产品!因为其成本和量产制备难度都相对更低!在无论是汽车
L@KL@

转换器

还是更多应用上也会有非常高的性价比优势#%

总之!

%2Y

批量导入车载市场之日已近在咫尺!

"&-.

年以后无论是在汽车

L@KL@

转换器&

EJ@

车载充电抑或是车载逆变器等应用上都将能看到越来越

多
%2YTCDH

的身影#值得注意的是!尽管目前已经有不少器件供应商开始

向汽车市场进军!但业界认为可靠性在
%2Y

器件普及应用的初级阶段仍然将面

临很多的场景化问题!这不仅需要英飞凌&

H8250

U

1:8?

这类专业
%2Y

技术提供

商从工艺和器件自身的角度发力!更需要整个汽车供应链各节点的企业从应用

的角度来不断发现和解决问题!共同推动
%2Y

功率器件在车载应用领域走向成

熟#而关于成本方面!从量产制备难度和成本下降空间等多个角度综合考虑!

硅基
%2Y

'

%2YK:5

K

F/

(会是眼下各主流
%2Y

器件供应商们在汽车及更多应用场

景创造价值的最优方案!虽然
F/@

基产品在热传导以及封装等方面会更胜一筹!

但综合性价比未来相当长的一段时间内仍难以与硅基
%2Y

媲美!还有待经过一

段相当长的从技术&工艺到应用端的多方磨砺才能成大器#

#$56

年的世界半导体市场已经步入了不景气时期

F4*

总裁'

B870/R756

(兼
@CE

的
:̀15Y7SAA78

先生在公布
-

月份数据时曾

表示说!$

"&-.

年
-

月全球半导体市场与上月相比!所有主要产品以及所有地区

都呈现减少趋势!很明显
"&-.

年的世界半导体市场已经步入了不景气时期#但

是!长期来看!展望未来还是很有前景的#消费类产品上的半导体采用率在不

断增加!我们期待今后人工智能'

*4

(&虚拟现实'

()

(&

4:H

&

$%

以及新一代通信

网络等都会成为牵引半导体市场发展的主要动力#%

据美国半导体产业协会'

F4*

!

F7?/9:5RS96:845RSFH8

3

*00:9/26/:5

(宣布!

"&-.

年
-

月的全球半导体市场'

!

个月移动平均值(销售额比
"&-=

年
-

月减少

$P='

!减少至
!$$

亿美金'约人民币
"

!

+-+

亿元(!创下了
"&-O

年
=

月以来
!&

个月的首次负增长!与
"&-#

年
-"

月相比减少了
=P"'

#

-!



F4*

发布的月度销售额为
!

个月的移动平均值!

"&-#

年
-

月的销售额是

"&-#

年
--

月&

"&-#

年
-"

月&

"&-.

年
-"

月这三个月的平均值#从
F̂HF

'

:̂8;RF7?/9:5RS96:8H82R7F626/06/90

!全球半导体贸易统计组织(统计的单月

销售额来看!

"&-#

年
-"

月已经比
"&-=

年
-"

月减少
=P='

#

F̂HF

虽然没有公

开
"&-.

年
-

月的单月统计数据!应该会陷入百分之两位数的负增长#其中!

L)*D

市场的产品价格大幅下降!而且现在也在继续下跌!因此!预计
"&-.

年

"

月以后的市场规模将进一步萎缩#

从
-..O

年
-

月到
"&-.

年
-

月半导体市场规模&与上一年同期相比的增长

率推移表全球范围几乎都陷入负增长
!!

最明显的是中国和美国按照地区和

国家来看销售额!与去年同期相比!除了欧洲增加了
&P"'

!美国同比减少
-$P

!'

!亚太和其他地区同比减少
!P#'

!中国同比减少
!P"'

!日本同比减少
-P

$'

!都陷入了负增长#另外!与上月'

"&-#

年
-"

月(相比!所有国家和地区都陷

入了负增长!具体如下"美国同比减少
-!P&'

!中国同比减少
#P$'

!日本同比减

少
+P='

!亚太及其他地区同比减少
!PO'

!欧洲同比减少
-P$'

#陷入贸易战

争旋涡中的中国和美国的负增长尤其明显#

半导体受寒
#

晶圆厂投资大减
#

!"

!

31

驱动下一波产业增长

受内存报价大跌&美中贸易战导致下游拉货保守影响!国际半导体产业协

会'

FCD4

(近日下修今年全球晶圆厂资本支出预估值至
$".

亿美元!年减
-+'

!

终止连三年成长#

FCD4

今年初原估今年衰退幅度约
.'

!不到二个月再提出更悲观的报告!

凸显全球半导体景气下修幅度超乎预期!晶圆厂对今年资本支出更保守#

晶圆厂资本支出!主要来自于台积电&三星&英特尔等大型芯片制造商投入

的设备支出金额!随着整体晶圆厂投资步调放缓甚至转趋衰退!意味整个产业

链景气同步向下!从上游的高通&联发科等
4@

设计商!到台积电等晶圆制造商!

及日月光等封测厂!将受影响#

业界分析!全球半导体设备市场动向!反映主要大厂投资状况!若景气扩

张!大厂积极投资!设备市场也会同步成长*反之!若景气清淡!大厂投资意愿也

会转趋观望甚至保守!使得设备市场规模缩减#

FCD4

表示!半导体设备销售从去年
$

月反转向下!使得硅晶圆和材料厂出

货也在去年
-&

月起由高峰向下#

FCD4

认为!内存价格下跌!导致大厂不愿扩

产破坏供需!投资缩手!中美贸易战使下游客户拉货观望影响!晶圆厂资本投资

同步大踩煞车!其中又以先进内存制造商&中国大陆晶圆厂!以及
"#

纳米以上成

熟制程业者的资本支出缩减幅度最为明显#

"!



台积电预估今年不含内存!全球半导体景气仅微增
-'

!若加计内存!全球

半导体产业今年应会衰退!目前包括内存&逻辑芯片市况都不好!使得各大半导

体厂资本支出趋保守#

!"

!
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将是产业下一波成长动能

半导体产业今年虽遇逆风!但
FCD4

强调!第五代移动通讯'

$%

(和人工智

能'

*4

(将是产业下一波成长动能#受惠于下世代新兴产品需求增加!明年晶圆

厂设备支出可望回升至
O=&

亿美元!年增
"='

#

晶圆代工龙头台积电也预期在
$%

和
*4

驱动下!有信心明年又会回到营收和

获利年增
$'

至
-&'

的成长轨迹!且会持续好几年#因此!台积电今年资本支出

虽下修为
-&&

亿至
-&$

亿美元!但明年有机会向
-"&

亿美元的高资本支出推进#

台积电并看好未来
$%

和
*4

应用需要更多先进制程!尤其是
=

纳米以下更

为强劲#因应未来客户端需求!台积电今年第
"

季将导入
=

纳米强化版制程量

产!明年再推进到
$

纳米制程量产#

FCD4

全球行销长暨台湾区总裁曹世纶表示!近期半导体遇到逆风!但产业

在商业循环进入一个相对稳定阶段!且
$%

相关应用陆续展开!将带动大爆发#

他强调!未来三至五年半导体产业虽有巨大芯片需求及市场机会!但技术

上的挑战伴随而生!以$不同技术&不同功能&不同材料之间的异质整合%创新及

创造高价值的终端应用产品!成后摩尔定律时代主流技术方向#

曹世纶表示!随异质整合成为技术趋势!以及
*4

&

$%

将更多跨领域的高科

技串连在一块的趋势逐渐明朗化!对于能跨界整合及拥有多元技术背景的半导

体产业人才需求将会更加提升#

#$56

年中国功率半导体市场规模逾人民币
#

$

6$$

亿元

H875RG:897

在最新/中国半导体产业深度分析报告0指出!受益新能源汽

车&工业控制等终端市场需求大量增加!

DEFGCH

&

4%JH

等多种产品持续缺货

和涨价!带动
"&-#

年中国功率半导体市场规模大幅成长
-"P=O'

至
"

!

$.-

亿元

人民币!其中离散式元件市场规模为
-

!

#=+

亿元人民币!较
"&-=

年成长
-+P

='

*电源管理
4@

市场规模为
=-=

亿元人民币!较
"&-=

年增长
#'

#

H875RG:897

分析师指出!功率半导体作为需求驱动型的产业!

"&-.

年景气

仍然持续向上!虽然仍有贸易战等不利因素影响!但在需求驱动下受影响程度

要小于其他
4@

产品!

H875RG:897

预估!

"&-.

年中国功率半导体市场规模将达到

"

!

.&=

亿元人民币!较
"&-#

年成长
-"P-='

!维持双位数的成长表现#

受益于中国国产替代的政策推动和缺货涨价的状况!

"&-#

年多家中国本土

功率半导体厂商取得亮眼的成绩!并扩大布局脚步#其中!比亚迪微电子凭藉

!!



拥有终端的优势!在车用
4%JH

市场快速崛起!取得中国车用
4%JH

市场超过两

成的市占率!一跃成为销售额位于中国前三的
4%JH

供应商*

DEFGCH

厂商华

微电子和扬杰科技营收大增!并且逐渐导入
4%JH

市场#

另外!有新建与规划
4%JH

产线的厂商包含士兰微厦门
-"

英寸特色工艺产

线&华润微电子在重庆建设的
-"

英寸特色工艺产线!以及积塔半导体专业汽车

级
4%JH

产线等#同时!多家厂商也投入研发
F/@

等新材料技术领域!基本半导

体的
F/@DEFGCH

已进入量产上市!而定位为代工的三安光电
F/@

产线也已开

始接单&比亚迪微电子也已研发成功
F/@ DEFGCH

!其目标是到
"&"!

年实现

F/@EFGCH

对硅基
4%JH

的全面替代#

展望
"&-.

年!从终端需求来看!新能源汽车仍然为中国功率半导体市场最

大需求来源!根据
H875RG:897

资料显示!

"&-.

年中国新能源车产量预估为
-$&

万辆!较前一年成长
+$'

!其
*L*F

系统&电控以及充电桩的需求将带动功率元

件市场规模约
"=&

亿元#

同时!

$%

建设所需的基站设备及其普及后带来物联网&云端运算的快速发

展!将对功率半导体产生长期大量需求!另外!工业自动化规划持续推进!与之

相关的电源&控制&驱动电路将持续推升功率半导体的采购#

从供应端来看!

"&-.

年虽然有
!K$

条功率产线将进入量产!但根据

H875RG:897

预计!

"&-.

年前三季度功率元件产品缺货情况恐难有明显好转!多

家厂商的产品价格预期仍将上涨#从厂商的技术发展来看!

F/@EFGCH

有望进

一步提高在车用领域对硅基
4%JH

的替代率!硅基
4%JH

则有望向更低功耗&更

高效率的方向继续发展#

U

AQVA

移动
!"

产品组合实现大规模生产

整套集成前端模块可加快全球
!"

部署

Q:8e:

高度集成的前端模块'

GCD

(移动
$%

产品组合开始实现大规模生

产#

Q:8e:

广泛的产品组合不仅支持所有主要的基带芯片组!而且在该领域独

具优势!可使领先智能手机制造商开发的手机和移动设备支持
"&-.

年开始的

全球
$%

网络部署#

Q:8e:

移动产品事业部总裁
C8/9@87e/06:5

表示"$为应对
$%

的
)G

挑战!

Q:8e:

已准备了多年!包括开发全球首款移动
$%

前端!以支持早期试验#随着

我们移动
$%

产品组合的推出!

Q:8e:

不断扩大创新规模!例如我们业界领先的

%2*0TJH

工艺!以支持全球向新标准的过渡#与之前
!%

过渡到
+%

不同!首

批
$%

手机将需要使用完全集成的前端!以便满足
$%

极高的性能和互操作性

+!



要求!同时又能适应狭窄的空间限制#%

Q:8e:

的高度集成模块具有支持针对早期部署重新分配的
$%

新频段所需

的全部
)G

前端'

)GGC

(功能!包括滤波&发射)接收开关&功率和低噪声放大功

能!且有些情况下还包括天线开关功能#该产品组合采用
Q:8e:

的
%2*0

功率

放大器和
J*^

滤波器!这样使用经过验证的平均功率跟踪'

*BH

(技术的手机

就能够满足
$%

要求!包括
"

级功率'

B@"

(下的
-&&D1c

全带宽#全球领先的

制造商已设计出了采用
Q:8e:

技术的
$%

手机和移动热点#

Q:8e:

的移动
$%

产品组合包括
QD=#"&!

模块!该模块支持
$%

频段

'

5==

&

5=#

和
5=.

(的全部宽度*

QD=$&+-

频段
5+-

模块*以及
QD==&!#

中高频

段模块#该产品组合还包括天线转换开关和低损耗开关!以满足复杂的
$%

信

号路由要求#

Q:8e:

高性能
)G

解决方案可简化设计&减少产品占用面积&节省电力&提

高系统性能并加速载波聚合技术的部署#

Q:8e:

结合系统级专业知识&广泛的

制造规模以及业界最丰富的产品和技术组合!帮助领先制造商加快发布新一代

[HC

&

[HCK*

&

$%

和物联网产品#

Q:8e:

的核心
)G

解决方案树立了下一代连

接性的标准!为互联世界的核心环节提供无与伦比的集成度和性能#

白电巨头纷纷布局芯片美的携手三安共建

第三代半导体联合实验室

!

月
"O

日!美的集团宣布与三安光电全资子公司三安集成电路战略合作!

双方将共同成立$第三代半导体联合实验室%!共同推动第三代半导体功率器件

的创新发展!加快国产芯片导入白色家电行业#

美的集团一直在积极寻找第三代半导体在白电领域替代方案的国内供应

商!以及导入第三代半导体的新型应用场景#美的集团选择与三安集成电路战

略合作!主要是看重三安集成电路在化合物半导体领域的优势#未来双方合作

方向将聚焦在
%2Y

&

F/@

半导体功率器件芯片与
4BD

'智能功率模块(的应用

电路相关研发!并逐步导入白色家电领域#

有业内人士指出!中国是全球最大的白色家电生产基地!约占全球白电产

能的
O&'>=&'

#随着物联网&智能家居技术的发展!加之国家倡导节能减排!

提升能效!白色家电将进入智能化时代!对传统的
4%JH

等功率器件就提出了新

的要求!许多家电企业开始寻求更高性能的功率器件产品和替代方案#如近年

来家电行业出现用碳化硅功率器件替代传统的
4%JH

方案!旨在通过提升电源

效率来减小家电体积#未来!随着碳化硅材料成本的不断下降!碳化硅二极管!

$!



以及碳化硅
DEFGCH

!将全面替代目前广泛运用的
4%JH

方案#

美的集团并不是第一家布局芯片的家电企业#

"&-#

年
$

月!康佳集团举行

!#

周年庆同时宣布战略升级!宣布新成立半导体科技事业部!正式进入半导体

产业#康佳集团总裁周彬表示!要用
$>-&

年时间!跻身国际优秀半导体公司

行列!致力于成为中国前
-&

大半导体公司!年营收过百亿元#

格力电器
"&-=

年年报就提出了集成电路的设计投资项目!

"&-#

年
$

月格

力电器董事长兼总裁董明珠在接受采访时表态$哪怕投资
$&&

亿!格力也要把

芯片研究成功%#

"&-#

年
-"

月!格力电器拟合计出资
!&

亿元!用于中闻金泰及

珠海融林收购安世集团上层股权及财产份额#安世集团前身是恩智浦半导体

标准器件部门!专注于分立器件&逻辑器件及
DEFGCH

器件的设计&生产&销

售!核心下游客户为汽车产业!同时覆盖移动和可穿戴设备&工业&通信基础设

施&消费电子和计算机等多个领域#

028

未来三年将投资
W$$

亿在半导体显示领域

H@[

集团董事长李东生表示!

H@[

过去
!=

年我们一直坚守实业!我们计划

在未来三年投资
#&&

亿在半导体显示!人工智能大数据和智能制造方面#

他透露"$作为以制造业为基础的科技产业集团!未来三年
H@[

将再投资

#&&

亿在半导体显示技术和材料!人工智能大数据和智能制造&工业互联网领

域!并加快推进产业全球化#%

李东生表示!我们要努力成为具有国际竞争力的世界一流企业#我认为中国

的民营企业只有在中国这块土地上才能成功!只有在中国成功才能走向世界#

广州中镓科技总部项目开工

打造华南首个半导体产业总部基地

"&-.

年
!

月
"#

日!广州中镓科技总部项目举行盛大的开工仪式!该项目由

广东光大投资开发#

据介绍!该项目聚焦半导体材料的产业研发和孵化!以中镓科技集团为核

心!导入中镓&中图&中实创&聚光&华拓&卓越研究院等众多国内外知名半导体

企业#重点拓展
D/98:[CL

&外延芯片&器件&

D/98:[CL

&

%2Y

)

*;

"

E

!

复合衬

底&

%2Y

单晶衬底等领域!发挥项目优势!紧跟政策引领!借力科技创新!着力打

造成为国际知名&国内一流的半导体产业总部基地#项目建成投产后!将吸纳

.&&&

余高层次科技人才!实现年营业收入
"&

亿元以上!年纳税额
"

亿元以上!

O!



预计
-&

年内达到工业产值
-"&

亿元#

泰科天润六英寸
-&2

项目落户江西九江

在江西九江市委&市政府主要领导的高位推动下!

!

月
".

日!由泰科天润半

导体科技'北京(有限公司投资建设的
O

英寸半导体碳化硅电力电子器件生产线

项目正式签约落户九江经开区#该项目的落户是经开区大力发展战略新兴产

业取得的重大新成果!为九江市打造千亿电子电器产业集群和壮大经开区首位

产业注入新动能#

该项目总投资
-&

亿元!在城西港区建设
O

英寸半导体碳化硅电力电子器件

生产线!规划生产能力达到
O

万片)年!项目满产后!预计可实现年产值
-&P$

亿

元#该项目属于国家鼓励发展的半导体行业!是我国近期重点发展的战略性新

兴产业项目!项目将建成国内首条国际先进水平的
F/@

功率器件生产线!填补九

江乃至江西省半导体功率器件的空白#

据了解!泰科天润半导体科技'北京(有限公司是国内第一家致力于第三代

半导体材料碳化硅'

F/@

(电力电子器件制造的高新技术企业!总部坐落于中国北

京中关村!在北京拥有一座完整的半导体工艺晶圆厂!可在
+

英寸
F/@

晶圆上实

现半导体功率器件的制造工艺!并拥有目前国内唯一一条碳化硅器件生产线#

新华三集团投资
!$

亿元在成都高新区设立半导体公司

迎接
$%

挑战!成都新添一座高端路由器芯片设计开发基地#

+

月
+

日!从

成都高新区获悉!紫光旗下新华三集团与成都高新区签订协议!新华三将在成

都高新区成立新华三半导体技术有限公司!并投资运营芯片设计开发基地#

据了解!此次签约是成都
"&-.

年投资促进暨$百日擂台赛%期间的一次重要

成果!项目总投资约
$&

亿元#根据签约协议!新华三芯片设计开发基地将瞄准

世界前沿芯片技术开展研发!提供高性能的高端路由器产品与解决方案!并逐

步扩展至物联网以及人工智能芯片开发业务#

当前!

$%

被视为全球数字化变革的竞争热点#随着
$%

时代的到来!预计

"&"&

年起
$%

将开始规模化部署!无线接入网络带宽相对
+%

会有
-&

倍以上的

提高!开启万物广泛互联&人机深度交互的新时代#

新华三集团联席总裁兼首席技术官尤学军介绍!要使
$%

的带宽优势得到

充分发挥!运营商将会掀起新一轮骨干承载网的大规模建设与扩容浪潮#同

=!



时!

$%

的各种丰富的场景化应用也会促使各类互联网&云计算公司以及大型企

业网用户升级数据中心!进而催生市场对高端路由器的强劲需求#

他表示!$新华三正是在这一大趋势背景下!成立半导体技术公司并投资运

营芯片设计开发基地!其将聚焦于新一代高端路由器芯片的自主研发!为相关

客户提供高性能的高端路由器产品与解决方案!助力它们进一步提升业务能

力#未来!新华三半导体技术公司的自主芯片研发!还将逐步扩展至物联网以

及人工智能等领域#%

在
-/+12,72(&H)#$56

上探讨功率及

化合物半导体最新趋势与挑战

!

月
"-

日至
""

日!享誉业界的$功率及化合物半导体国际论坛
"&-.

%于

FCD4@EY@1/52

同期在上海浦东嘉里酒店成功举办#本次共有
"&

余位来自

海内外演讲嘉宾!既有各领域的翘楚如
F/@

领域第一的
:̂;A0

U

77R

'

@)CC

(&功

率半导体
4LD

巨头英飞凌&化合物半导体外延巨头
4QC

&氮化镓功率电子领先

企业
%25F

3

067?

&

$%

通讯领跑者
Q:8e:

&

(@FC[

引领者
G/5/028

&

D/98:[CL

技

术创造者
B;2

3

Y/68/R7

!也有化合物半导体晶圆代工优秀企业如深耕功率器件代

工多年的汉磊科技&化合物代工市占率第一的稳懋&新兴力量三安集成&全球领

先的
H:M78̀2cc

!此外还有本土
4LD

企业如中国中车!各领域最具活力的新兴

企业如
C

U

/%2Y

&睿熙&英诺赛科&大晶磊等!各领域专家就新型光电显示&人脸

识别&宽禁带半导体功率电子&

$%

通讯分享了等最新进展#

台湾汉磊科技总经理庄渊棋作了$宽禁带半导体的市场与技术%主旨报告#

他认为
F/@

在电动汽车'

C(

(中将发挥着越来越重要的作用#特别是中国的汽

车厂商非常活跃!他们将在电动汽车中广泛使用
F/@

功率器件!以满足更高效

率&更轻量化的要求#

:̂;A0

U

77R

的首席技术官
:̀15B2;?:S8

介绍用于功率开关应用的碳化硅

材料及器件#由
F/@

&

%2Y

构成的第三代半导体材料宽禁带技术改变了当代生

活的诸多方面!例如风力发电&光电转换太阳能&汽车&能源存储&快充!目前宽

禁带半导体引领时代潮流的氮化镓材料推动
+%

更快过渡进
$%

#

:̀15B2;?:S8

提到碳化硅具有高效和高能量密度!带动电动汽车等行业发展!是推动汽车行

业发生变革的根本动力#

:̀15B2;?:S8

相信
F/@

转换器具有绝对优势!将未来

电力推进系统带入高能效时代#

台湾?创科技'

B;2

3

Y/68/R7

(

@CE

李允立分享了
D/98:[CL

显示技术的最

#!



新进展#他指出
D/98:[CL

显示技术与
[@L

&

E[CL

显示技术相比!在显示效

率&柔性化&无边框&多用途方面具有很大优势!是显示技术发展终极方向#但

是仍有很多问题亟待解决!如实现柔性显示的衬底材料&驱动等#另外!虽然巨

量转移是
D/98:[CL

大规模制造的一个核心技术挑战!但是巨量修复更是实现

D/98:[CL

商业化应用的另一个核心技术挑战#目前?创在巨量转移&巨量修

复上取得了一些重要进展!

D/98:[CL

产品在电视领域已经得到初步商用验证#

%2YF

3

067?0

的全球运营副总裁
F67

U

175@:2670

为与会嘉宾介绍"如何用

体积更小&能耗更低&更高效率的功率电子器件改变汽车世界#氮化镓的设计

趋向于效率更高&体积轻而小的方向发展#氮化镓作为更好的功率晶体管可以

制造出更好的功率电子器件#

F67

U

175@:2670

相信如今
%2YFXFHCDF

在氮

化镓方面取得的研究成果会给汽车&太阳能&无线电&

*@*R2

U

678

&大数据管理

'

L262975678F78e7825R)29ZB:M78

(&车载充电&

H8296/:545e78678

等诸多行业

带来更多裨益#

G/5/028@:8

U

:826/:5

在
(@FC[

垂直腔面发射激光器技术方面处于领先地

位#自
-..!

年开始研究!至今已成为
!L

照相机供应商的主要
(@FC[

供应商#

G/5/028@:8

U

:826/:5

全球营销高级总监
@18/06/25V88/928/76

介绍
(@FC[0

技术

在
!L

检测方面的应用#典型的激光
!L

感应系统利用激光红外线生成深度数

据"

F68S96S87R[/

<

16

!

H/?7

K

:A

K

G;/

<

16

'

H:G

(!实现方法是利用处理器的算法来

计算数据#目前
(@FC[

在智能手机中的多处应用!手机中的人脸识别是其中

之一#如今
!L

数码相机和深度传感系统快速融入图像检测和激光照明技术#

@18/06/25V88/928/76

提到
(@FC[

技术将推动
4)

发展#

昂坤科技首席执行官马铁中阐释了当前外延芯片缺陷检测的难点#与传

统的缺陷分类方法不同!昂坤视觉基于数轮深度学习算法的
CB4*E4

'外延芯

片缺陷检测(可以将缺陷分类精度提高到
..'

#不仅如此!马博士还向与会者

分享了
CB4*E4

系统的结构外观#

CB4*E4

还包括
CB4LF*

缺陷溯源分析&

CB44?2

<

7(/7M78

离线观察缺陷形态等多个软件集成#

CB4*E4

自动对焦精

度达到
&P-

#

?

!马博士列举了
CB4*E4

检测氮化镓及砷化镓材料缺陷的应用案

例#这种基于数轮深度学习算法的外延芯片缺陷检测系统突破了传统的检测

模式!以更高精度&更智能的检测赋予客户自定义缺陷类别的可能性#

目前
$%

已经在医疗&航空&移动&生产制造供应链&农业等多方面深入到我

们身边#稳懋半导体协理黄智文介绍化合物半导体与无线通讯之展望与挑战!

提到化合物半导体引领未来的无线通讯领域!调制频率是关键!未来无线通讯

设备将具有更高频率&更加线性化&更加集成化的特性!而这一切的关键在于化

.!



合物半导体#黄智文介绍稳懋多芯片解决方案及单晶片解决方案!稳懋公司的

D^F:;S6/:5

突破了传统的
QGY

#

比利时
C

U

/%2Y

公司是一家为功率电子器件&

)GB:M78

&传感设备提供材

料的供应商#首席市场官
D28ZS0J7176

介绍
$%

关键技术,,,硅基氮化镓#

不同的外延结构决定了设备的性能#

D28ZS0

介绍
C

U

/%2Y

用于
O$&

伏功率转

换器和
)G

U

:M78

的硅基氮化镓产品!展示为
$%

设计的
!&%Tc

的氮化镓)硅化

镓
[Y*gTB* DD4@

&

-!K-=g!=K+!%Tc

的氮化镓)硅化镓
TB*0

&

.&%Tc

的

氮化镓)硅化镓
B*

#

D28ZS0

向与会观众介绍
C

U

/%2Y

公司生产的大直径硅

片&硅基氮化镓具有很好的热化学稳定性&集成性以及压电性能!广泛应用于压

力传感器&生物传感器&

)GA/;6780

等领域#

宁波睿熙科技有限公司首席执行官
2̀?70[/S

分享
(@FC[

技术及应用#

(@FC[

是人工智能的关键设备!在
!L

传感器&

4:H

&云计算&汽车领域有广泛的

运用#

2̀?70

对
(@FC[

未来的市场发展做了预测!介绍了
(@FC[

的优点以及

睿熙科技在
(@FC[

方面的设计要点及可靠性分析!

2̀?70

相信未来十年
(@

K

FC[

市场将迅速发展#

英飞凌科技高级总监
B7678G8/7R8/910

介绍正在走向更广阔市场的碳化硅

晶体管#碳化硅和氮化镓材料较传统硅材料具有更快的功率转换效率和较低

损失#碳化硅在太阳能转换系统&电动汽车充电中具有很广泛的应用#

B7678

相信随着英飞凌碳化硅材料的深入研发及广泛应用!电动汽车充电性能将大幅

度得到优化#

浙江大晶磊半导体科技有限公司执行副总裁冯恒毅介绍针对于中)高压碳

化硅
DEFGCH

应用的高绝缘供电驱动技术#

F/@

材料由于其特性和优势!被认

为是用于高电压&高频率的功率器件的理想半导体材料#目前高电压设备领域

F/@

金氧半场效晶体管已取代
F/4%JH

'绝缘栅双极型晶体管芯片(#

F/@DEF

K

GCH

目前仅被限制于低电压领域!冯恒毅相信高电压绝缘功率器件将具有易评

估!较大转换功率!持续工作电压稳定的特点#

Y:e7;@8

3

062;H7915:;:

<3

!

459P

的高级经理
,:17/F202Z/

介绍氧化镓功率

器件的进展#氧化镓晶圆为功率器件的降低损失提供了可能性#

Y:e7;@8

3

062;

H7915:;:

<3

!

459P

做了
%2

"

E

!

687591DEFFJL0

&

%2

"

E

!

J̀FR/:R7

&

%2

"

E

!

687591

DEFGCH0

深入研究!

F202Z/

认为氧化镓设备比碳化硅性能更加优越!未来
Y:

K

e7;@8

3

062;H7915:;:

<3

!

459P

还将通过改进设备结构和
CB4

质量提升氧化镓的

性能#

株州中车时代电气股份有限公司的副总工程师刘国友介绍
F/@

功率器件技

&+



术及其在电气化轨道交通中的应用#轨道交通需要新一代更高功率密度&更高

频率&更高连接温度的功率化器件#轨道交通受高温&热压力&高频电压等挑

战!需要碳化硅器件在整流器和牵引系统中的高功率密度&快速转换效率等优

势实现高速&减重&环保方面的突破#刘国友总工还展示了功率电子转换器的

拓扑结构#由于运用碳化硅器件的优势!轨交的电性能&热性能&机械性能都取

得提升#刘国友总工表示下一代电气化轨道交通迫切需要高电压高电流的碳

化硅应用于功率电子转换器!以及更先进的制造和封装工艺#

三星半导体市场年度老大或将让位英特尔

近日!市场研究公司
%286578

称!由于
"&-#

年存储芯片
L)*D

市场的繁

荣!韩国三星电子公司作为全球第一大半导体供应商的地位得到增强!但是在

"&-.

年!随着存储芯片价格大跳水!这家存储芯片巨头这一龙头老大地位可能

将要跌至第二位次#在
"&-=

年之前!三星的业绩规模一直只有英特尔营收的

=&'

左右!但随着存储芯片价格的飞涨!三星仅仅用一年时间就快速接近并实

现对英特尔的反超!虽然英特尔在
"&-=

和
"&-#

年的营收业绩增长亮眼!但还是

抵不住三星在存储方面的强劲增长势头#

三星电子公司高达
##'

的营收来自于存储芯片销售#

%286578

研究副总裁

安德鲁+诺伍德'

*5R87MY:8M::R

(表示!$三星电子公司的领先地位实际上是

建立在如流沙一样不稳定的存储芯片业务基础上!而在
"&-.

年因这一不稳定的

业务!其第一大半导体供应商地位这一王冠肯定会丧失给英特尔#%

%286578

表示!

"&-#

年全球半导体营收总计为
+=+O

亿美元!比
"&-=

年增长

-"P$'

#

"&-#

年全球半导体营收同比增幅!较
"&-=

年的同比增幅降低了
"-P

.'

#

$尽管增长放缓!存储芯片仍然是半导体市场中最大类别部分!营收占比达

到
!+P!'

#%诺伍德表示!$这主要是受到
L)*D

价格上涨的推动!因为在
"&&#

年的大部分时间!

L)*D

的平均售价'

*FB

(都在上涨#不过由于供过于求!

L)*D

的平均售价到
"&-#

年第四季度开始下跌!并且这一趋势将会持续到

"&-.

年的下半年#%

%286578

称!尽管在
"&-#

年下半年其
-&

纳米制造工艺推出遭遇延迟!以及

低端
@BV

供应状况受到限制!英特尔
"&-#

年半导体营收与
"&-=

年相比仍增长

了
-"P.'

#

"&-#

年在全球前
-&

大半导体供应商中!韩国存储芯片生产商
F,

1

3

5/I

的增长最为强劲!增长幅度高达
!=P+'

#

-+



此外!

%286578

还表示!作为半导体市场的第二大类别的应用专用标准产品

'

*FFB

(部分!其营收仅增长
$P-'

#这主要是因为智能手机市场增长停滞!而

且平板电脑市场持续下滑#在许多情况下!严重依赖这些终端市场销售应用程

序处理器&调制解调器和其他组件的销售商的半导体营收下降#

包括高通和联发科'

D7R/2H7Z

(在内的该领域的领先供应商!正在积极地向

具有更好增长前景的邻近市场拓展!邻近市场包括汽车和物联网应用等#不

过!

%286578

认为!与已经步入成熟期的个人电脑市场类似!智能手机市场的增

长在
"&-.

年可能仍然处于停滞状态#

三星正考虑收购恩智浦!英飞凌和赛灵思

高通收购失败后!三星考虑竞购恩智浦半导体#

据韩国/朝鲜日报0报道!三星电子考虑竞购恩智浦半导体!此前高通曾打

算收购恩智浦!但由于高通方面原因!收购最终失败#

此前!高通对恩智浦发起收购!这次收购整整持续了两年多时间!最终高通

方面单方面宣布放弃收购#近日!有韩国分析机构称!三星正在考虑收购恩智

浦&英飞凌和赛灵思#

如果这三家公司被三星收购!三星将会继续巩固其半导体行业老大地位!

目前!三星旗下工厂能生产手机芯片!同时在闪存领域!三星也有非常大的市场

份额#恩智浦半导体是全球前十大半导体公司!最早由飞利浦公司创立!已拥

有五十年的悠久历史#在
"&&O

年!恩智浦公司从飞利浦独立#恩智浦半导体主

要业务是出售汽车&智能识别&无线基础设施等领域解决方案!目前在全球
"$

个

国家和地区有业务机构#

考虑到恩智浦的市值&管理层溢价和收购要约!这笔可能交易的价值将约

为
+&

万亿至
$&

万亿韩元'

!$$

亿至
+++

亿美元(#三星对此回应称!没有任何

消息可以确认#

"+


